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บทคัดยอ 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีนําเสนอวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชไมโครสตริปโหลดเปน
ชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบใหม โดยออกแบบวงจรกรองผานแถบที่
ความถี่ 2 GHz และมีแบนดวิดท 60 MHz  การจําลองและออกแบบการทํางานดวยโปรแกรม IE3D 
ผลจากการจําลองแบบการทํางานและทดสอบวงจรกรองผานแถบโดยใชไมโครสตริปโหลดเปน
ชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบใหม มีคาความสูญเสียเน่ืองจากการใสแทรก
ประมาณ -3 dB และคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับต่ํากวา -13 dB และมีขนาดลดลง
ประมาณ 15 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นทั่วไป และผลจากการ
จําลองแบบการทํางานและทดสอบวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงสายไมโครสตริปโหลดเปน
ชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบใหมน้ี  มีคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก
ประมาณ -3 dB และคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับตํ่ากวา -20 dB และสามารถกดสัญญาณ
ฮารมอนิกที่ความถี่ 7.6 GHz มีคาประมาณ -17 dB   ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาและประยุกตใชงานกับ
ระบบการสื่อสารไรสาย และวงจรรวมไมโครเวฟได 
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Abstract 
 This thesis proposes a reduced-size bandpass filter using a microstrip line periodically 
loaded with novel stepped-impedance hairpin resonators. The bandpass filter has been designed at 
the operating frequency of 2 GHz with a bandwidth of 60 MHz. The full-wave IE3D program has 
been employed to simulate the proposed filter. The simulated results of the bandpass filter using a 
microstrip line periodically loaded with novel stepped-impedance hairpin resonators show 
passband insertion loss about (-3 dB) and low return loss (-13 dB). The size of the proposed filter 
has been also reduced approximately 15 % when comparing with the filters using conventional 
stepped-impedance hairpin resonators. The simulated results of the bandpass filter with an 
improved structure of microstrip line periodically loaded with novel stepped-impedance hairpin 
resonators show passband insertion loss about (-3 dB) and low return loss (-20 dB) and harmonic 
suppression of about –17 dB at 7.6 GHz. This work can be potentially applied and developed for 
wireless communications and monolithic microwave integrated circuits. 

(Total  64  pages) 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมจัดวามีความสําคัญและเขามามีบทบาทใน
สังคมมนุษยเปนอยางมาก โดยเฉพาะระบบสื่อสารแบบไรสายและระบบสื่อสารผานดาวเทียมไดมี
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว ซ่ึงสวนประกอบของอุปกรณที่ใชในระบบสื่อสาร
ความถี่ยานไมโครเวฟก็ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบ วงจร
กรองความถี่ก็เปนสวนประกอบหนึ่งในระบบไมโครเวฟที่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะวงจรกรอง
ผานแถบซึ่งทําหนาที่กรองสัญญาณความถี่ที่ตองการและกําจัดสัญญาณความถี่ที่ไมตองการทิ้งไป 
 จากการวิจัยและพัฒนาเรโซเนเตอรที่มีโครงสรางแตกตางกันเชน โครงสรางเรโซเนเตอร
แบบโคแอกเชียล (Coaxial Resonator) แบบไดอิเล็กตริค (Dielectric Resonator) แบบตัวนํายิ่งยวด 
(Supperconducting Resonator) และอื่นๆอีกมากมายเพื่อใชในวงจรกรองผานแถบ   ซ่ึงคุณสมบัติ
วงจรกรองผานแถบที่ตองการคือมีคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกต่ํา (Low Insertion Loss) 
คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับสูง (High Return Loss) คูโพลการลดทอนสูง                        
(High Pair Attenuation Poles) แถบความถี่การใชงานแคบและตองการขนาดเล็กเพื่อลดตนทุนใน
การผลิต   เร่ิมแรกการออกแบบวงจรกรองผานแถบบนโครงสรางสายนําสัญญาณไมโครสตริปที่มี
การเชื่อมตอระหวางกันแบบขนาน (Parallel Coupled) โดยความยาวของเรโซเนเตอรแตละสวน
เทากับครึ่งความยาวคลื่น  ซ่ึงโครงสรางการเชื่อมตอแบบขนานนี้ยังมีขนาดใหญรวมทั้ง
ผลตอบสนองทางดานความถี่ยังไมดีนัก [1]   ตอมาจึงมีการปรับปรุงโครงสรางการวางเรโซเนเตอร
ใหเปนการเชื่อมตอแบบไขว (Cross Coupled) ซ่ึงสามารถกําหนดคุณสมบัติของวงจรกรองผานแถบ
ไดจากรูปแบบการคัปปลิ้งระหวางตัวเรโซเนเตอรทําใหผลตอบสนองทางดานความถี่ดีขึ้น [2, 3, 4]
สวนผูวิจัย [5] และ [6] ไดทําการลดขนาดของวงจรกรองผานแถบไดอีกโดยการพับ และซอนตัว
แฮรพินเรโซเนเตอรใชการจัดวางเรโซเนเตอรใหเปนการเชื่อมตอแบบไขว  ซ่ึงลักษณะการจัดวาง  
เรโซเนเตอรที่มีการเชื่อมตอแบบขนานและการเชื่อมตอแบบไขวนั้นยังมีความยุงยากในการกําหนด
ระยะการคัปปลิ้งของเรโซเนเตอรแตละตัว มีคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกสูง และคาของคู
โพลการลดทอนต่ํา 
 งานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอวิธีการออกแบบ และสรางวงจรกรองผานแถบบนสายไมโครสตริปที่
มีการแบงชวงโหลดโดยกําหนดใหโหลดเปนเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น [7] ทําให
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มีคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกต่ํา และคูโพลการลดทอนสูงขึ้นเพื่อทําการลดขนาดของ     
เรโซเนเตอรลงก็ไดทําการปรับคาอิมพีแดนซ [8, 9, 10, 11] ที่ปลายเรโซเนเตอรแฮรพินแบบ
อิมพีแดนซขั้นใหไมเทากัน ซ่ึงสงผลใหแบนดวิดทแคบลงดวยและปรับปรุงชวงของพอรตการ
สงผานทําใหสามารถกําจัดสัญญาณความถี่ของเรโซแนนซที่สองได [12]  ซ่ึงจากคุณสมบัติของ
วงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชไมโครสตริปแบงชวงโหลดกับเรโซเนเตอรแฮรพินแบบ
อิมพีแดนซขั้นดังกลาวสามารถประยุกตใชกับระบบการสื่อสารไรสาย และวงจรรวมไมโครเวฟได 
 
1.1  วัตถุประสงค 
 1.1.1  เพื่อศึกษาวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชสายไมโครสตริปแบงชวงโหลดกับ 
เรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 1.1.2  เพื่อศึกษาการทํางานของวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชสายไมโครสตริปแบง
ชวงโหลดกับเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 1.1.3  เพื่อศึกษาการออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชสายไมโครสตริปแบง
ชวงโหลดกับเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 
1.2  ขอบเขตการวิจัย 
 1.2.1  ศึกษา ออกแบบวงจรกรองผานแถบโดยใชสายไมโครสตริปแบงชวงโหลดกับ              
เรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 1.2.2  ศึกษา ออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชสายไมโครสตริปแบงชวง
โหลดกับเรโซเนเตอรแฮรพนิแบบอิมพแีดนซขั้นความถี่กลาง 2 GHz  แบนดวิดท 60 MHz 
 1.2.3  สราง ทดสอบ วงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชสายไมโครสตริปแบงชวงโหลด
กับเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 
1.3  วิธีการวิจัย 
 1.3.1  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสายนําสัญญาณแบบไมโครสตริป  
 1.3.2  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสายนําสัญญาณไมโครสตริปแบงชวงโหลด 
 1.3.3  ศึกษา ออกแบบ วงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชสายไมโครสตริปแบงชวง
โหลดกับเรโซเนเตอรแฮรพนิแบบอิมพแีดนซขั้น 
 1.3.4  สราง ทดสอบ วงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชสายไมโครสตริปแบงชวงโหลด
กับเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
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1.4  เคร่ืองมือท่ีใช 
 1.4.1  ไมโครคอมพิวเตอร 
 1.4.2  โปรแกรม IE3D ZELAND 
 1.4.3  เครื่องเซาะลายวงจรพิมพ (LPKF PCB Milling) 
 1.4.4  แผนวงจรพิมพไมโครเวฟ (Microwave PCB) 
 1.4.5  เครื่องวิเคราะหขายงานไฟฟา (Network Analyzer) 
 
1.5  ประโยชนของผลการวิจัย 
 1.5.1  วงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชสายไมโครสตริปแบงชวงโหลดกับ 
เรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 1.5.2  สามารถนําไปประยุกตใชงานในระบบสื่อสาร เชน ระบบสื่อสารไรสาย 
 1.5.3  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชสายไมโคร 
สตริปแบงชวงโหลดกับเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพแีดนซขั้นที่มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 สายนําสัญญาณแบบไมโครสตริปเปนสายนําสัญญาณแบบระนาบที่นิยมใชกันอยางมาก
เนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา และงายตอการออกแบบเปนวงจรรวมกับอุปกรณไมโครเวฟอื่นๆ 
ดังนั้นควรจะศึกษารายระเอียดพารามิเตอรตางๆ ของสายนําสัญญาณแบบไมโครสตริปเพื่อจะได
เปนประโยชนในการออกแบบและสรางอุปกรณทางไมโครเวฟ 
 ในบทนี้จะกลาวถึงทฤษฎีเบื้องตน คํานิยามตางๆ รวมทั้งลักษณะคุณสมบัติของสายนํา
สัญญาณแบบไมโครสตริป และพารามิเตอรที่สําคัญ เพื่อเปนพื้นฐานในการออกแบบวงจรตอไปใน
อนาคตได 
 
2.1  โครงสรางสายนําสัญญาณแบบไมโครสตริป 
 สายนําสัญญาณแบบไมโครสตริปเปนสายนําสัญญาณที่สามารถสรางบนแผนวงจรพิมพ
ไมโครเวฟได  และใชในการเชื่อมโยงชิ้นสวนวงจรตางๆ  สามารถแสดงไดดังภาพที่  2-1 
ประกอบดวยสตริป (Strip) ซ่ึงเปนสวนที่เปนสายตัวนําแถบแคบ มีความกวางเปน w และมีความ
หนาเปน t ซ่ึงมีลักษณะเปนแผนโลหะที่มีรูปรางแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการออกแบบ โดยสตริปจะ
อยูบนชั้นของซับสเตรทที่มีคาคงที่ไดอิเล็กตริค (Relative Dielectric Constant) εr และมีความหนา
เปน h สําหรับแผนโลหะที่อยูดานลางจะทําหนา ที่เปนระนาบกราวด (Ground Plane) ของวงจร 
 

 
 

ภาพที่ 2-1  โครงสรางของสายนําสัญญาณไมโครสตริป 

 h

 t
 strip 

 ground plane 

 w

εr 
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เนื่องจากพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะสงผานซับเสตรทบริเวณที่อยูระหวางสตริปกับระนาบ
กราวด ซ่ึงเสนทางสนามแมเหล็กไฟฟาในไมโครสตริปไมไดอยูเฉพาะภายในซับสเตรทดังแสดงใน
ภาพที่ 2-2 ดังนั้นรูปแบบการแพรกระจายของสนามแมเหล็กไฟฟาในไมโครสตริปจึงไมใชรูปแบบ
แมเหล็กไฟฟาตัดตามขวางแท (TEM Mode) แตจะเปนรูปแบบการแพรกระจายคลายรูปแบบ TEM 
(Quasi-TEM Mode) 

 
E

H

 
 

ภาพที่ 2-2  รูปแบบการแพรกระจายของสนามแมเหล็กไฟฟา 
 

 2.1.1  คาอิมพีแดนซคุณลักษณะและคาคงที่ไดอิเล็กตรคิสัมพัทธประสิทธิผล 
 การวิเคราะหเพื่อหาคาอิมพีแดนซคุณลักษณะ (Characteristics Impedance, Zc) และคาคงที่
ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผล (Effective Dielectric Constant, εre) สามารถหาไดจาก [13] 
 

1
c

a d

Z
c C C

=                                                     (2-1) 

 
d

re

a

C

C
ε =                                                           (2-2) 

 
โดยที่คา Cd เปนคาคาปาซิแตนซตอหนวยความยาวของสตริป ซ่ึงมีช้ันของไดอิเล็กตริคอยูระหวาง
แผนตัวนําทั้งสอง สวนคา Ca เปนคาคาปาซิแตนซตอหนวยความยาวของสตริป ซ่ึงมีอากาศอยู
ระหวางแผนตัวนําของสตริป นั่นคือเปนคาคาปาซิแตนซที่เกิดขึ้นระหวางสตริปที่ดานบนของชั้น
ไดอิเล็กตริคนั่นเอง และคา c  เปนคาความเร็วของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในอากาศ (มีคาประมาณ 
3.0x108 เมตร/วินาที) 
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 สําหรับความหนาของแผนสตริปที่มีคานอยมาก (t เขาใกล 0) ดังนั้นจะไดคาอิมพิแดนซ
คุณลักษณะ และคาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลที่มีความผิดพลาดนอยกวา 1 % ดังสมการ
ที่ (2-3) ถึง (2-6) 
สําหรับอัตราสวน w/h ที่นอยกวาหรือเทากับ 1( 1/ ≤hw ) จะไดวา 

 
60 8ln 0.25c

re

h wZ
w hε

⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦
                                           (2-3) 

 
0.5 21 1

1 12 0.04 1
2 2

r r
re

h w
w h

ε ε
ε

−+ − ⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + + + −⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩ ⎭
                       (2-4) 

 
สําหรับคาอัตราสวน w/h ที่มากกวาหรือเทากับ 1 ( 1/ ≥hw ) จะไดวา 
 

1120
1.393 0.667 ln 1.444c

w wZ
h hre

π

ε

−
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                      (2-5) 
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                             (2-6) 

 
อยางไรก็ตาม Hammerstad และ Jensen [13] ไดนําเสนอวิธีการที่มีความเที่ยงตรงมากกวาใน

การคํานวณ ดังสมการที่ (2-7) และ (2-8) 
  

1 1 10
1

2 2

ab

r r
re

u

ε ε
ε

−
+ −
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⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

                           (2-7) 

 
เมื่อ u  คือ คาอัตราสวนของ w/h และคา a  กับ b  มีคาเปน 
 

[ ]
4 2

3
4

1 1( / 52)1 ln ln 1 ( /18.1)
49 18.70.432

u ua u
u

⎡ ⎤+
= + + +⎢ ⎥+⎣ ⎦
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0.053

0.9
0.564

3
r

r

b
ε

ε

−
=

+

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

 
ในสวนของคาอิมพีแดนซคณุลักษณะสามารถหาไดจาก 

2
60 2

ln 1c

re

F
Z

u uε
= + +

⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

                            (2-8) 

โดยคา F มีคาเปน 
 

( )
0.7528

30.666
6 2 6 expF

u
π= + − −

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

 
 จากสมการที่ (2-7) และ (2-8) นี้ หากวาคา εr นอยกวาหรือเทากับ 128 และคา u  มีคา
ระหวาง 0.01 ถึง 100 ( 128rε ≤  และ 0.01 100u≤ ≤ ) จะทําใหผลของการคํานวณของคาคงที่
ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลมีความผิดพลาดนอยกวา 0.2 %  
 สําหรับคา recZ ε  จะมีความผิดพลาดนอยกวา 0.01 % หากวาคา u  นอยกวาหรือเทากับ 1 
( 1u ≤ ) และจะมีความผิดพลาดนอยกวา 0.03 % หากวาคา u  มีนอยกวาหรือเทากับ 1000 
( 1000u ≤ ) 
 2.1.2  คาความยาวของคลื่น คาคงที่การแพรกระจาย และคาความเร็วของคลื่น 
 เมื่อทราบคาไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลจะทําใหสามารถคํานวณหาคาความยาวคลื่น
บนสตริป (λg) และคาคงที่การแพรกระจาย อันไดแก คาคงที่ของการแพร (Propagation Constant, 
β) และคาความเร็วเฟส (Phase Velocity, pv ) คือ 
 

0
g

re

λ
λ

ε
=                                                         (2-9) 

 
เมื่อ λ0 เปนคาความยาวคลื่นในอากาศที่ความถี่ใชงาน (f) เพื่อความสะดวกในการคํานวณ
กําหนดใหความถี่มีหนวยเปนกิกกะเฮิรตซ (GHz) ทําใหไดคาของความยาวคลื่นบนสตริปในหนวย
ของมิลลิเมตรมีสมการดังนี้ 
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300

( )
g

ref GHz
λ

ε
=                                               (2-10) 

 
สําหรับคาคงที่ของการแพรกระจาย และคาความเร็วเฟส สามารถหาไดจาก 
 

2

g

π
β

λ
=                                                           (2-11) 

 

p
re

c
v

ω
εβ

= =                                                    (2-12) 

  
เมื่อ c  คือ คาความเร็วของคลื่นในอากาศ (3x108 เมตร/วินาที) 
 2.1.3  การวิเคราะหคาความกวางตอคาความหนาของแผนไมโครสตริป 
 ในการคํานวณหาความกวางตอความหนา w/h ของสายนําสัญญาณแบบไมโครสตริปเมื่อ
ทราบคาอิมพีแดนซคุณลักษณะ cZ  และคาไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผล reε  สามารถแสดงได
ดังนี้ 
สําหรับที่ w/h นอยกวาหรือเทากับ 2 พิจารณาไดเปน 
 

2

8
2

A

A

W e
h e

=
−

                                                         (2-13) 

 
และสําหรับที่ w/h มากกวาหรือเทากับ 2 พจิารณาไดเปน 
 

( ) ( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−

−
+−−−=

rr

r BBB
h

W
εε

ε
π

61.039.01ln
2

1
12ln12               (2-14) 

 
เมื่อ 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
+
−

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +

=
rr

rrcZ
A

εε
εε 11.023.0

1
1

2
1

60

5.0

                             (2-15) 

 
และ 
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rcZ
B

ε
π 260

=
                                                          (2-16) 

 
 2.1.4  ผลกระทบจากความหนาของไมโครสตริป 
 ความหนาของสตริป (t) โดยปกติจะมีคานอยมากๆ จนอาจพิจารณาไดวาเปนศูนย แตในทาง
ปฏิบัติคาความหนาดังกลาวมิใชศูนยตามที่ไดตั้งสมมติฐานไว ซ่ึงคาความหนาดังกลาวจะมีผลตอ
ทั้งคาอิมพีแดนซคุณลักษณะ และคาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผล โดยจะเริ่มพิจารณาจาก
สมการที่ (2-3) ถึง (2-6) ไดวา 
 สําหรับที่ w/h นอยกวาหรือเทากับ 1 พิจารณาไดเปน 

 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+=
h

tW
htW

tZ e

ere
c

)(
25.0

/)(
8ln

2
)(

επ
η                           (2-17) 

 
 และสําหรับที่ w/h มากกวาหรือเทากับ 1 พจิารณาไดเปน 
 

1

444.1
)(

ln667.0393.1
)(

)(
−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++=

h
tW

h
tW

tZ ee

re
c ε

η              (2-18) 

 
โดยที่จะพิจารณาคาอัตราสวน w/h ที่มีผลกระทบจากความหนาของสตริป (t) ไดวา 
 

1.25 41 ln ....;( / 0.5 )( )

1.25 21 ln ....;( / 0.5 )

c

w t w w hw t h h t
w t hh w h
h h t

π π
π

π
π

⎡ ⎤+ + ≤⎢ ⎥⎣ ⎦=
⎡ ⎤+ + ≥⎢ ⎥⎣ ⎦

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

                   (2-19) 

 
 และสําหรับคาไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลที่ไดรับผลกระทบจากความหนาของสตริป 
จะพิจารณาไดวา 

1 /
( )

4.6 /
r

re re

t h
t

w h

ε
ε ε

−
= −                                     (2-20) 
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 โดยที่คา εre เปนคาไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลที่พิจารณาใหความหนาของสตริปเปน
ศูนย และจากการพิจารณาสมการที่ผานมาพบวาผลกระทบของความหนาของสตริปตอคา
อิมพีแดนซคุณลักษณะ และคาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลจะมีผลนอยมาก หากวา
อัตราสวนของความหนาของสตริปตอความหนาของชั้นไดอิเล็กตริคนอย (โดยปกติ t << h) อยางไร
ก็ตามความหนาของแผนสตริปจะมีผลอยางยิ่งตอการสูญเสียของคลื่นความถี่บนแผนตัวนํา 
(Conductor Loss) ของสายนําสัญญาณบนไมโครสตริป 
 2.1.5  การสูญเสียเนื่องจากการแพรกระจายของคลื่น 
 การสูญเสียเนื่องจากการแพรกระจายออกของคลื่นจะมีคาที่ไมคงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความถี่ของ
คล่ืนที่เดินทางบนสตริป ซ่ึงจะกําหนดใหคาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลที่แปรผันตาม
ความถี่เปน ( )re fε  ดังนั้นจึงไดผลของการพิจารณาเปน [13] 
 

50

( )
1 ( / )

r re
re r m

f
f f

ε ε
ε ε

−
= −

+
                                 (2-21) 

 
 โดยที่คา 50f  สามารถหาไดจาก 
 

0
50 1.730.75 (0.75 0.332 )( / )

TM

r

f
f

w hε −
=

+ −
                         (2-22) 

 
 และคา 0TMf หาไดโดย 
 

1
0

1tan
2

re
reTM

r re r re

c
f

h
εε

π ε ε ε ε
− ⎡ ⎤−

= ⎢ ⎥
− −⎢ ⎥⎣ ⎦

                         (2-23) 

 
 ซ่ึงคาของ 0 2.32cm m m= ≤  และสามารถหาคา 0m  กับ cm  ไดจาก 
 

3

0

1 1
1 0.32

1 / 1 /
m

w h w h
= + +

+ +

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

                         (2-24) 
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⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥

≤
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

+
+=

7.0/...1

7.0/...45.0exp235.015.0
/1

4.11
50

hw

hw
f

f
hwmc         (2-25) 

 
 ในขณะที่ c  คือ ความเร็วของคลื่นที่เดินทางในอากาศ และหากวาผลคูณของ 0m  และ cm  
มีคามากกวา 2.32 แลวจะประมาณใหมีคาเปน 2.32 จึงอาจกลาวไดวาคา m  นี้จะมีคาอยูระหวาง     
0 ถึง 2.32 เทานั้น ซ่ึงจากสมการที่ (2-21) ถึง (2-25) จะเห็นไดวาหากคาความถี่ยิ่งสูงมากขึ้นเทาใด 
คาคงที่ไดอิ เ ล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลที่มีผลตอความถี่หรือ  ( )re fε  จะเขาใกลคาคงที่            
ไดอิเล็กตริคของช้ันไดอิเล็กตริคบนโครงสรางไมโครสตริปนั่นเอง อยางไรก็ดีคาที่ไดจากสมการที่
กลาวมาจะมีความผิดพลาดเพียง 0.6 % หากวาคาอัตราสวน w/h มีคาอยูระหวาง 0.1 ถึง 10 และ
คาคงที่ไดอิเล็กตริค ( )reε  มีคาอยูระหวาง 1 ถึง 128  
 สําหรับผลกระทบที่มีตอคาอิมพีแดนซคุณลักษณะสามารถประมาณไดจาก 
 

( ) 1
( )

1 ( )
re re

c c

re re

f
Z f Z

f

ε ε

ε ε

−
=

−
                                  (2-26) 

 
 โดย cZ  เปนคาอิมพีแดนซคณุลักษณะปกต ิ
 2.1.6  การสูญเสียบนโครงสรางไมโครสตริป 
 สามารถพิจารณาตามสวนประกอบของโครงสรางได 3 สวน คือ การสูญเสียของแผนตัวนํา 
(Conductor Loss), การสูญเสียของชั้นไดอิเล็กตริค (Dielectric Loss) และการสูญเสียจากการแพร 
(Radiation Loss) จากที่ไดทราบคาคงที่ของการแพร (β) มาแลวในตอนตน คาดังกลาวเปนเพียง
สวนหนึ่งที่เปนคาจินตภาพ หากจะพิจารณาคาจริงที่เปนคาการลดทอน (α) ดวย จะไดวา 
 

jγ α β= +                                             (2-27) 
 

โดยสามารถหาคาการลดทอนของคลื่นบนแผนตัวนํา (ในหนวยของเนเปอรตอความยาว
สตริปหนึ่งหนวย) ไดจาก 
 

WZ
R

c

s
c

686.8
=α (dB/Unit Length)                            (2-28) 
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 เมื่อ cZ  คือ คาอิมพีแดนซคุณลักษณะของไมโครสตริปที่มีความกวางของสตริปเปน w และ
มีคาความตานทานของผิวตัวนํา ( sR ) ซ่ึงมีหนวยเปนโอหมตอพื้นที่ของสตริปและกราวด 

 
0

2sR ωµ
σ

=                                             (2-29) 

 
 โดยที่ σ  คือ คาความนําของแผนตัวนํา, 0µ  เปนคาเพอรมิลอะบิลิตี้ในอากาศ และ ω  เปน
คาความถี่ตอบสนอง และสําหรับคาการลดทอนของคลื่นในชั้นไดอิเล็กตริค สามารถหาไดจาก 

 
tan18.686

1
rre

d
re gr

δεεα π
ε λε

⎡ ⎤−
= ⎢ ⎥

−⎣ ⎦
                                (2-30) 

 
สําหรับคา tan δ  คือ คา Loss Tangent ของชั้นไดอิเล็กตริคซับเสตรท และในสวนของคาการ
ลดทอนอันเนื่องมาจากการแพรนั้นเกิดจากโครงสรางของไมโครสตริปที่มีลักษณะเปนแบบกึ่งเปด 
ทําใหคล่ืนสามารถแพรกระจายออกไปในอากาศได ซ่ึงเปนขอเสียของโครงสรางเชนนี้ แตสามารถ
แกไขไดโดยการเพิ่มระนาบปดลอมรอบสตริปในลักษณะที่เรียกวา “Enclosure” และในบางครั้งจะ
เรียกวา “Housing Loss” 
 
2.2  โครงสรางสายนําสัญญาณแบบคปัเปลไลน 
 

 
 
 

ภาพที่ 2-3  โครงสรางสายนําสัญญาณแบบคัปเปลไลน 
 

 w 

 h 

 w s 

εr 
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โครงสรางสายนําสัญญาณแบบคัปเปลไลนจะกําหนดคุณสมบัติไดจากคาอิมพีแดนซ 
คุณลักษณะของโมดคูและโมดคี่ของคัปเปลไลน สมการการออกแบบคัปเปลไลนจะตองหา
ความสัมพันธของอิมพีแดนซโมดและคาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลของคัปเปลไลนจาก
โครงสรางที่ทราบขนาดและพารามิเตอรของแผนพิมพไมโครเวฟแลวคือ ความกวางของสตริป
ความหนาของซับเสตรทและคาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลแสดงดังภาพที่ 2-3 ซ่ึงสมการ
อิมพีแดนซคุณลักษณะของคัปเปลไลนสามารถหาไดจากคาความจุไฟฟาสถิตย 

2.2.1 คาความจุไฟฟาในโมดคู (Even Mode Capacitance) 
 

Magnetic wall 

 
 

ภาพที ่2-4  คาความจุไฟฟาในโมดคูของคัปเปลไลน 
 
 

จากภาพที่ 2-4 คาความจุไฟฟาในโมดคูสามารถหาไดจากตัวเก็บประจุไฟฟาที่เกิดขึ้นใน
โมดคูของสายนําสัญญาณแบบคัปเปลไลน คือ 

ตัวเก็บประจุไฟฟาแผนเพลทขนาน (Parallel Plate Capacitance)  pC เปนคาความจุไฟฟาที่
เกิดขึ้นระหวางแผนตัวนําสตริปกับระนาบกราวด 

ตัวเก็บประจุไฟฟาบริเวณขอบ (Fring Capacitance) fC  เปนคาความจุไฟฟาที่เกิดขึ้น
ระหวางขอบนอกของแผนตัวนําสตริปกับระนาบกราวด 

ตัวเก็บประจุไฟฟาบริเวณขอบระหวางแผนเพลท (Fring Between Plate Capacitance) fC ′

เปนคาความจุไฟฟาที่เกิดขึ้นระหวางขอบแผนเพลทตัวนําสตริปทั้งสองกับระนาบกราวดคาความจุ
ไฟฟาในโมดคูสามารถหาไดจากความสัมพันธ 
 
 
 

                                ffpe CCCC ++=                                        (2-31) 
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โดยที่                                                          0 /p rC w hε ε=                                                    (2-32) 

h
w

cZc
C ro

re
f εε

ε
−=2                                                 (2-33) 

 
'

1 ( / ) tanh(8 / )
f

f

C
C

A h s s h
=

+
                                        (2-34) 

 
โดยที่ ( )exp 0.1exp 2.33 2.53 /A w h= − −⎡ ⎤⎣ ⎦  
 
สมการมีความถูกตองก็ตอเมือ่ 
 

101.0 ≤≤
h
w   51.0; ≤≤

h
s   181; ≤≤ rε  

 
 2.2.2  คาความจุไฟฟาในโมดคี่ (Odd Mode Capacitance) 
 

 
 

ภาพที่ 2-5  คาความจุไฟฟาในโมดคี่ของคัปเปลไลน 
 

 จากภาพที่ 2-5 คาความจุไฟฟาในโมดคี่สามารถหาไดจากตัวเก็บประจุไฟฟาที่เกิดขึ้นในโมด
คี่ของสายนําสัญญาณคัปเปลไลน คือ 
 ตัวเก็บประจุไฟฟาแผนเพลทขนาน (Parallel Plate Capacitance)

pC  เปนคาความจุไฟฟาที่
เกิดขึ้นระหวางแผนตัวนําสตริปกับระนาบกราวด 
 ตัวเก็บประจุไฟฟาบริเวณขอบ (Fring Capacitance) fC  เปนคาความจุไฟฟาที่เกิดขึ้น
ระหวางขอบนอกของแผนตัวนําสตริปกับระนาบกราวด 
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 ตัวเก็บประจุไฟฟาชองวางไดอิเล็กตริค (Dielectric Gap Capacitance) gdC  เปนคาความจุ
ไฟฟาที่เกิดขึ้นระหวางแผนตัวนําสตริปในวัสดุไดอิเล็กตริค 
 ตัวเก็บประจุไฟฟาชองวางอากาศ (Air Gap Capacitance) gaC  เปนคาความจุไฟฟาที่เกิดขึ้น
ระหวางแผนตัวนําสตริปในอากาศ 
คาความจุไฟฟาในโมดคี่สามารถหาไดจากความสัมพันธ 
 

o p f ga gdC C C C C= + + +                                   (2-35) 
 
โดยที่คา pC  และ fC หาไดเชนเดยีวกับโมดคู 
 

0
2

0.02 1ln coth 0.65 1
4 /

rr
gd f

r

sC C
h s h

εε ε π
π ε

⎡ ⎤⎡ ⎤⎛ ⎞= + + −⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦
                (2-36) 

 
ซ่ึงในสวนของคา gaC  จะสามารถพิจารณาไดจากลักษณะโครงสรางสตริประนาบรวม หรือ 
(Coplanar Strip) ไดวา 
 

0
( ')
( )ga

K kC
K k

ε=                                                   (2-37) 

โดยที่คาอัตราสวนของ ( ')
( )

K k
K k

 มีคาเทากับ 

 
2

2

1 1 'ln 2 ....0 0.5
1 '( ')

( ) 1 '/ ln 2 ....0.5 1
1 '

k k
kK k

K k k k
k

π

π

⎧ ⎡ ⎤+
≤ ≤⎪ ⎢ ⎥

−⎪ ⎣ ⎦=⎨
⎡ ⎤+⎪ ≤ ≤⎢ ⎥⎪ −⎣ ⎦⎩

                         (2-38) 

 
เมื่อ /

/ 2 /
s hk

s h w h
=

+
 และ 2' 1k k= −  โดยคาความจุไฟฟาที่หาไดจะมีความผิดพลาดไม

เกิน 3% หาวาอัตราสวนของ w/h มีคาอยูระหวาง 0.2 ถึง 2 ( 0.2 / 2w h≤ ≤ ), คาอัตราสวนของ s/h มี
คาอยูระหวาง 0.05 ถึง 2 ( 0.05 / 2s h≤ ≤ ) และคาคงที่ไดอิเล็กตริคตองมากกวา 1 ( 1rε ≥ ) 
 2.2.3  คาอิมพีแดนซคุณลักษณะ และคาคงที่ไดอิเล็กตรคิสัมพัทธประสิทธิผลของคับเปลไลน 
คาอิมพีแดนซคุณลักษณะของคัปเปลไลนโมดคูหาไดจากคาความจุไฟฟาตามสมการ 
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( ) 1
a

ce e eZ c C C
−

=                                                (2-39) 
 

และคาอิมพีแดนซคุณลักษณะของคัปเปลไลนโมดคี่หาไดจากคาความจุไฟฟาตามสมการ 
 

( ) 1
a
o ocoZ c C C

−

=                                              (2-40) 
 
โดยที่คา a

eC  และ a
eC  เปนคาความจุไฟฟาของโมดคูและโมดคี่เมื่อแทนไดอิเล็กตริคดวยอากาศ

สวนคาไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลของโมดคูหาไดจากสมการ 
 

/e a
re e eC Cε =                                                       (2-41) 

 
และคาไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลของโมดคี่หาไดจากสมการ 
 

/o a
re o oC Cε =                                                     (2-42) 

 
ซ่ึงคาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผลทั้งในโมดคู และโมดคี่จะการพิจารณาดวยการประมาณ
ในกรณีที่ไมมีการแพรกระจายออกของคลื่นโดยรายละเอียด ดังสมการวา [13] 
 

1 1 101
2 2

a be e
e r r
re v

ε εε
−+ − ⎡ ⎤= + +⎢ ⎥⎣ ⎦

                                       (2-43) 

 

เมื่อ 
2

2
(20 ) exp( )
10

u gv g g
g

+= + −
+

 

 
34 2

4
1 ( / 52) 11 ln ln 1
49 0.432 18.7 18.1e

v v va
v

⎡ ⎤⎡ ⎤+ ⎛ ⎞= + + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥+ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 

 

  
0.053

0.90.564
3

r
e

r

b ε
ε

⎡ ⎤−
= ⎢ ⎥+⎣ ⎦
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  /u w h=  และ /g s h=   
 

คาที่ไดนี้จะมีความผิดพลาดไมเกิน 0.7% หากวาคา u  มีคาอยูระหวาง 0.1 ถึง 10 
( 0.1 10u≤ ≤ ), คา g  มีคาอยูระหวาง 0.1 ถึง 10 ( 0.1 10g≤ ≤ ) และคาคงที่ไดอิเล็กตริคมีคาอยู
ระหวาง 1 ถึง 18 (1 18rε≤ ≤ )  
 

[ ]0.5( 1) exp do o
re r r re o oa c gε ε ε ε ⎡ ⎤= + + − + −⎣ ⎦                          (2-44) 

 
เมื่อ [ ][ ]0.7287 0.5( 1) 1 exp( 0.179 )o re ra uε ε= − + − −  

 
0.747
0.15

r
o

r

b ε
ε

=
+

 

 
( 0.207)exp( 0.414 )o o oc b b u= − − −  

 
และ 0.593 0.694exp( 0.526 )od u= + −  

 
ซ่ึงคาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผล ( reε ) เปนที่พิจารณาจากสายนําสัญญาณเดี่ยวบน       
ไมโครสตริปที่มีความกวางเปน w โดยคาความผิดพลาดจากการคํานวณสําหรับคาคงที่ไดอิเล็กตริค
สัมพัทธประสิทธผลในโมดคี่นี้ จะมีคาไมเกิน 0.5% 

สําหรับคาอิมพีแดนซคุณลักษณะในโมดคู ( ceZ ) และโมดคี่ ( coZ ) สามารถพิจารณาไดจาก
สมการที่ (2.45) และ (2.46) ซ่ึงจะมีคาผิดพลาดในการคํานวณไมเกิน 0.6% สําหรับคา u  ที่อยู
ระหวาง 0.1 ถึง 10 ( 0.1 10u≤ ≤ ), และคา g  อยูระหวาง 0.1 ถึง 10 ( 0.1 10g≤ ≤ ) และคาคงที่
ของชั้นไดอิเล็กตริคมีคาอยูระหวาง 1 ถึง 18 (1 18rε≤ ≤ ) 
 

( )4

/
1 / 377

e
c re re

ce
c re

Z
Z

Z Q
ε ε

ε
=

−
                                        (2-45) 
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โดยคา rε  เปนคาอิมพีแดนซคุณลักษณะของสายนําสัญญาณเดี่ยวบนโครงสรางไมโครสตริปที่มี
ความกวางของสตริปเปน w และ 
 

0.194
1 0.8685Q u=  

 
2.31

2 1 0.7519 0.189Q g g= + +  
 

100.3876
3 10

10.1975 16.6 (8.4 / ) ln
241 1 ( / 3.4)

gQ g
g

− ⎡ ⎤
⎡ ⎤= + + + ⎢ ⎥⎣ ⎦ +⎣ ⎦

 

 
และ  1

4 3 3
2

2 1.
exp( ) [2 exp( )]Q Q

QQ
Q u g g u−=

− + − −
 

 

( )10

/
1 / 377

o
c re re

co
c re

Z
Z

Z Q
ε ε

ε
=

−
                                       (2-45) 

 

เมื่อ  5 2.43
0.6381.794 1.14ln 1

0.517
Q

g g
⎡ ⎤

= + +⎢ ⎥+⎣ ⎦
 

 

   
10

1.154
6 10

1 10.2305 ln ln 1 0.598
281.3 1 ( / 5.8) 5.1

gQ g
g

⎡ ⎤
⎡ ⎤= + + +⎢ ⎥ ⎣ ⎦+⎣ ⎦

 

 

   
2

7 3
10 190
1 82.3

gQ
g

+=
+

 

 
   5

8 exp 6.5 0.95ln( ) ( / 0.15)Q g g⎡ ⎤= − − −⎣ ⎦  
 
   9 7 8ln( ).( 1/16.5)Q Q Q= +  
 

และ  5 6
10 4 9

2

ln( )exp Q
Q Q uQ Q
Q u

⎡ ⎤= − ⎢ ⎥⎣ ⎦
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2.3  ทรานเฟอรฟงกชนัของวงจรกรองความถี่ 
 2.3.1  นิยามโดยทัว่ไป 

โดยทั่วไปแลววงจรกรองความถี่สามารถแยกประเภทไดตามลักษณะของผลตอบสนอง
ทางดานความถี่ของวงจร ทั้งนี้ผลตอบสนองทางความถี่จะขึ้นอยูกับทรานเฟอรฟงกชันของวงจร
กรองความถี่ โดยทรานเฟอรฟงกชันของวงจรกรองความถี่จะถูกนิยามดวยสมการทางคณิตศาสตร
ของขนาดกําลังสองของ S21 สําหรับวงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟที่ไมมีการสูญเสียสามารถเขียน
สมการไดเปน 
 

)(Fε1
1)(jS 2

n
2

2
21 Ω+

=Ω                                     (2-46) 

 
เมื่อ ε  คือ คาคงที่การกระเพื่อม )(Fn Ω  คือ ฟงกชันคุณลักษณะของวงจรกรองความถี่ และ Ω  คือ 
ตัวแปรที่ขึ้นกับความถี่ ในที่นี้จะกําหนดใหเปนความถี่ในหนวยของเรเดียน (Radian) เพื่อความ
สะดวกจะนิยามตัวแปร Ω  ในของวงจรกรองความถี่ต่ําผานตนแบบ (Lowpass Prototype Filter) ใน
รูปของความถี่คัทออฟที่ CΩ=Ω สําหรับ CΩ =1 เรเดียนตอวินาที 

สําหรับวงจรขายที่ไมเปลี่ยนตามเวลาและเปนเชิงเสน (Linear-Time Invariant Network) 
สามารถหาทรานเฟอรฟงกชันไดเปน 
 

     21
N(p)S (p)
D(p)

=                             (2-47) 

 
เมื่อ N(p) และ D(p)  คือ โพลิโนเมียลของตัวแปรความถี่เชิงซอน  p j= σ + Ω  กรณีที่วงจร

ขายไมมีการสูญเสีย 0σ = และ p j= Ω  ในการหาคาอัตราสวนคาจํานวนจริง สามารถหาไดจาก
ผลตอบสนองคุณลักษณะโดยประมาณซึ่งจะเรียกวาปญหาโดยประมาณ (Approximately Problem) 
จากสมการที่ (2-46) สามารถหาคาการสูญเสียแทรกสอดของวงจรกรองความถี่ไดเปน 

 

A 2
21

1L ( ) 10log dB
S ( j )

Ω =
Ω

                    (2-48) 

 
กรณีวงจรขายไมมีการสูญเสีย 2 2

11 21S S 1+ =   สามารถหาคาการสูญเสียยอนกลับไดเปน 
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2
R 21L ( ) 10log 1 S ( j ) dB⎡ ⎤Ω = − Ω⎣ ⎦             (2-49) 

 
ผลตอบสนองทางเฟสของวงจรกรองความถี่สามารถหาไดจาก 
 

21 21S ( j )Φ = ∠ Ω                       (2-50) 
 

และการหนวงเวลากลุม (Group Delay) ของวงจรขายหาไดจาก 
 

21
d

d ( )( )
d

Φ Ω
τ Ω = −

Ω
                                                 (2-51) 

 
 2.3.2  โพลและซีโรของระนาบเชิงซอน 

ระนาบของ  ( , )σ Ω คือ อัตราสวนของทรานเฟอรฟงกชันซึ่งเรียกวา ระนาบเชิงซอน 
(Complex Plane) โดยกําหนดใหแกนนอนเปน σ  หรือ แกนจริง สวนแกนตั้งเปน jΩ หรือ แกน
จินตภาพ ดังนั้นถาคา p เปนศูนยแสดงวาจะตองเกิดจากคาซีโร (Zero) ซ่ึงก็คือ ฟงกชันซีโร และถา
คา p มีคาเปนคาอนันต แสดงวาตองเกิดจากคาที่เปนโพล (Pole) หรือเรียกวา ฟงกชันเอกฐาน 
(Singularities Function) โดยคาซีโรของ 21S (p) จะมีรากสมการจาก N(p) และโพลของ 21S (p) จะ
มีรากสมการจาก D(p) ในกรณีที่วงจรกรองความถี่อยูในสภาวะเสถียรภาพโพลจะอยูดานซายของ
ระนาบ p หรืออยูบนแกนจินตภาพ แตกรณีที่ไมอยูในสภาวะเสถียรภาพก็จะทําใหเกิดการ            
ออสซิลเลตเปนเอ็กโปเนนเชียลที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงจากเงื่อนไขที่กําหนดไวตั้งแตตอนเริ่มตนวาวงจรขาย
เปนแบบพาสซีฟ จึงเปนไปไมไดที่จะเกิดเงื่อนไขดังกลาวเกิดขึ้น ดังนั้น D(p) จะสอดคลองกับ 
Hurwiz โพลิโนเมียลที่รากของคําตอบจะอยูดานซายของระนาบ p หรืออยูบนแกน jΩ  เทานั้น 
 2.3.3  ผลตอบสนองของวงจรกรองความถี่แบบบัตเทอรเวิรท 

ทรานเฟอรฟงกชันของวงจรกรองความถี่บัตเทอรเวิรทที่กําหนดใหการสูญเสียแทรกสอด 
ArL 3.01dB= และความถี่คัทออฟ C 1Ω = สามารถเขียนไดเปน 

 
2

21 2n

1S ( j )
1

Ω =
+ Ω

             (2-52) 

 
n  คือ ดีกรีหรืออันดับของวงจรกรองความถี่ ซ่ึงจะสงผลตอจํานวนของรีแอคทีฟที่เปน

องคประกอบของวงจรกรองความถี่ต่ําผานตนแบบ ซ่ึงผลตอบสนองของทรานเฟอรฟงกชันชนิดนี้
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เรียกวา แบบราบมากที่สุด (Maximum Flat) เพราะทรานเฟอรฟงกชันในสมการที่ (2-52) จะมี
จํานวนซีโรมากที่สุด คือ (2n-1) ตําแหนงที่ 0Ω =  จากภาพที่ 2-6 แสดงผลตอบสนองของวงจร
กรองความถี่แบบบัตเทอรเวิรทหรือแบบราบมากที่สุด 

 

L A
 (d

B
)

LAr

Ωc Ω  
 

ภาพที่ 2-6  ผลตอบสนองของวงจรกรองความถี่แบบบัตเทอรเวิรท 
 
จากสมการที่ (2-52) สามารถเขียนทรานเฟอรฟงกชันไดเปน 
 

21 n

ii 1

1S (p)
(p p )

=

=
Π −

                                             (2-53) 

 

-j

j

-1 1 σ

Ωj

 
 

ภาพที ่2-7  การกระจายของโพลสําหรับผลตอบสนองวงจรกรองความถี่แบบบัตเทอรเวิรท 
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เมื่อ 
(2i 1)

2n
ip je

−⎛ ⎞π⎜ ⎟
⎝ ⎠=  โดยที่ไมมีตําแหนงของซีโรที่เกิดจากความถี่คาใดคาหนึ่งแตจะเกิดซีโร

ทั้งหมดที่อนันต และจํานวนโพล ip จะอยูบนวงกลมหนึ่งหนวยที่ระนาบดานซายที่มุมตาง ๆ ที่ซ่ึง 
ip 1=  และ มุมของ ip (2i 1) / 2n= − π แสดงดังภาพที่ 2-7 

 2.3.4  ผลตอบสนองของวงจรกรองความถี่แบบเชบีเชฟ 
 ผลตอบสนองของวงจรกรองความถี่แบบเชบีเชฟที่อยูในรูปของฟงกชันแสดงดังภาพที่ 2-8
ซ่ึงจากภาพจะพบวามีการกระเพื่อมแบบเทาเทียม (Equal Ripple) ในยานความถี่ผาน และมีการ
ลดลงแบบโมโนโทนิก (Monotonic) ในยานแถบหยุด โดยสามารถเขียนสมการผลตอบสนองได
เปน 
 

( ) ( )
2

21 2 2

1
1 n

S j
Tε

Ω =
+ Ω

                                             (2-54) 

    
เมื่อคาคงที่ของการกระเพื่อม ε  หาไดจากสมการที่ (2-55) 
    

ArL
1010 1ε = −                                 (2-55) 

 

   ( )
( )

( )

1

1

  cos cos       1

cosh cosh       1
n

n
T

n

−

−

⎧ Ω Ω ≤⎪Ω = ⎨
Ω Ω ≥⎪⎩

                          (2-56) 

 
เมื่อ ( )nT Ω คือ ฟงกชันเชบีเชฟชนดิที่ 1 หรืออันดบัที่ n นิยามโดยสมการที่ (2-56) 
 ซ่ึง Rhodes [13] ไดนําเสนอฟงกช่ันของสัมประสิทธิ์การสงผานในรูปของฟงกช่ันตัวแปร
ความถี่เชิงซอน ( p ) ไดเปน 
 

    
( )

1/ 2
n

2 2

i 1

21 n

ii 1

isin
nS (p)

p p

=

=

⎡ π ⎤⎛ ⎞Π η + ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦=
Π +

                            (2-57) 

 
เมื่อ  1

i
2i 1p jcos sin j
2n

− −⎡ ⎤= η + π⎢ ⎥⎣ ⎦
 และ 11 1sinh sinh

n
−⎛ ⎞η = ⎜ ⎟ε⎝ ⎠
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LAr

ΩC
Ω

L A 
(d

B
)

 
 

ภาพที ่2-8  ผลตอบสนองของวงจรกรองความถี่แบบเชบเีชฟ 
 

ในลักษณะคลาย ๆ กันกับกรณีของบัตเทอรเวิรท โดยตําแหนงซีโรการสงผานของ S21 (p) จะ
อยูที่ตําแหนงอนันต นั่นก็หมายความวาวงจรกรองความถี่แบบบัตเทอรเวิรท และเชบีเชฟถูกควบคุม
ดวยจํานวนโพลทั้งหมด บางครั้งจึงเรียกวา วงจรกรองความถี่แบบควบคุมดวยโพลทั้งหมด (All-
Pole Filters) อยางไรก็ตามตําแหนงโพลของวงจรกรองความถี่แบบเชบีเชฟจะตางออกไปโดยจะอยู
บนเสนรอบของครึ่งวงรีในระนาบดานซาย เมื่อแกนหลักของวงรีคือแกน jΩ  และมีขนาด
เทากับ 21 n+  สวนแกนโทจะเปนแกนσ  และมีขนาดη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-9  การกระจายโพลสําหรับผลตอบสนองของวงจรกรองความถี่แบบเชบีเชฟ 
 

Ωj
2 1/ 2(1 )j η+  

−η 

2 1/ 2(1 )j η− +  

α 
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2.4  องคประกอบของวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบ 
การสังเคราะหวงจรกรองความถี่เพื่อที่จะหาทรานเฟอรฟงกชันที่แทจริง สวนใหญแลวจะ

เร่ิมตนจากการใชวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบ (Lowpass Prototype Filters) เพื่อชวยใน              
การออกแบบโดยที่วงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบนั้นจะใชองคประกอบ (Element) ซ่ึงถูก       
นอรมอลไลซจากความตานทานหรือตัวนําแหลงจาย เพื่อที่จะทําใหมีคาเทากับ 1 โดยในที่นี้จะ
ใชัสัญลักษณดวย 0g 1= และความถี่คัทออฟจะเทากับ 1 คือ c 1Ω =  

 

g0 g1

g2

g3

gn

gn+1 gn gn+1หรือ

(n เปนเลขค ู) (n เปนเลขค่ี)  
(ก) 

g0

g1

g2

g3

gn gn+1

gn

gn+1หรือ

(n เปนเลขคู) (n เปนเลขคี)่  
(ข) 

ภาพที่ 2-10  วงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบ  ก)  โครงสรางวงจรขายบันได  ข)  โครงสรางวงจร 
  ขายคูเสมือน 

 
 2.4.1  วงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบของวงจรกรองความถี่แบบบัตเทอรเวิรท 

สําหรับวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบของวงจรกรองความถี่แบบบัตเทอรเวิรทหรืออาจ
เรียกวา แบบราบมากที่สุด จะมีทรานเฟอรฟงกชันในสมการที่ (2-52) โดยที่การสูญเสียแทรกสอด 

ArL =3.01 dBที่ความถี่คัทออฟ c 1Ω = โดยอางอิงตามภาพที่ 2-10 โดยคาตาง ๆ คํานวณไดจาก 
 

0

i

n 1

g 1
(2i 1)g 2sin

2n
g 1+

=

− π⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

=

        สําหรับ i = 1 ถึง n        (2-58) 
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การคํานวณอันดับของวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบของวงจรกรองความถี่แบบ           
บัตเทอรเวิรท สามารถคํานวณจากคาลดทอนที่ต่ําที่สุดของชวงแถบหยุด, LAs dB ที่ SΩ = Ω เมื่อ 

s 1Ω ≥ ดังนั้น 
 

    ( )AS0.1L

S

log 10 1
n

2log

−
≥

Ω
                                                (2-59) 

 
 2.4.2  วงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบของวงจรกรองความถี่แบบเชบเีชฟ 

สําหรับวงจรกรองตนแบบผานต่ําเชบีเชฟ มีฟงกชันถายโอนตามสมการที่ (2-54) คา
องคประกอบสําหรับโครงขายสองทางเขาออกที่แสดงในภาพที่ 2-10 คํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 

 
0

1

i
2 2i 1

n 1 2

g 1
2g sin

2n
(2i 1) (2i 3)4sin sin

1 2n 2ng i 2,3,.., n.
(i 1)g sin

n
1.0 n odd

g
coth ,n even

2

−

+

=

π⎛ ⎞= ⎜ ⎟γ ⎝ ⎠
− π − π⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠= =

− π⎛ ⎞γ + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎧
⎪= β⎨ ⎛ ⎞

⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

,

…….(2-60) 

 
เมื่อ 

ArLln coth
17.37

sinh
2n

⎡ ⎤⎛ ⎞β = ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
β⎛ ⎞γ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

 
 การคํานวณหาคาอันดับของวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบของเชฟบิเชฟสามารถคํานวณ
ไดจากสมการที่ (2-61) เมื่อ LAr คือ ระดับการกระเพื่อมในแถบความถี่ผาน (Passband Ripple) ใน
หนวย dB, LAS คือ คาลดทอนที่ต่ําที่สุดของชวงแถบหยุดที่ SΩ = Ω  
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AS

AR

0.1L
1

0.1L

1
S

10 1cosh
10 1n

cosh

−

−

−
−≥

Ω
                           (2-61) 

 
ในบางครั้งเราสามารถแทนคา LAr ดวยคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับที่ต่ําที่สุด          

(Minimum Return Loss, LR) หรือคา VSWR สูงสุดได ถาคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับถูก
กําหนดตามสมการที่ (2-49) คือคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับที่ต่ําที่สุด LR dB (LR < 0) 
ดังนั้น LAr สามารถหาไดจาก 
 
    R0.1L

ArL 10log(1 10 ) dB= − −                              (2-62) 
 
และ VSWR หาไดจาก 
 

    11

11

1 S
VSWR

1 S
+

=
−

                    (2-63) 

 
จากสมการที่ (2-63) แทนคาในสมการที่ (2-62) จะได 
 

   
2

Ar
VSWR 1L 10log 1 dB
VSWR 1

⎡ ⎤−⎛ ⎞= − −⎢ ⎥⎜ ⎟+⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
             (2-64) 

 
2.5  การแปลงองคประกอบและความถี่ 
 จากหัวขอที่ผานมาเราไดพิจารณาวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบที่คาความตานทาน หรือ
คาความนําของแหลงจายที่นอรแมลไลซ 0 1=g  และที่ความถี่คัทออฟ 1Ω =c  ในทางปฏิบัติคา
องคประกอบและคาคุณลักษณะทางความถี่ไดจากวงจรกรองความถี่ผานตนแบบ โดยทําการแปลง
องคประกอบและความถี่ซ่ึงจะไดอธิบายในสวนนี ้  
 ในการแปลงความถี่บางครั้งอาจเรียกวา การแมปปงความถี่ (Frequency  Mapping) คือ การ
แมปผลตอบสนองเชนผลตอบสนองแบบเชบีเชฟในวงจรกรองความถี่ตนแบบผานต่ํา ที่อยูในรูป 
โดเมนของ Ω  ไปยังโดเมนทางดานความถี่ ω  ซ่ึงในทางปฏิบัติผลตอบสนองวงจรกรองไมวาจะ
เปนวงจรกรองผานต่ํา วงจรกรองผานสูง วงจรกรองผานแถบ และวงจรกรองแถบหยุดถูกแสดงการ
แปลงความถี่จะมีผลตอองคประกอบจินตภาพทั้งหมดแตไมมีผลตอองคประกอบความตานทาน 
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 นอกจากนี้การแมปปงทางดานความถี่จะทําการสเกลอิมพีแดนซ (Impedance Scaling) เพื่อ
ทําใหการแปลงองคประกอบ (Element Transformation) สําเร็จในการสเกลนั้นจําเปนตองนําคา  

0 1g =  ออกจากวงจรกรองที่จะทําการสเกลและปรับวงจรกรองเพื่อใหทํางานสําหรับคาอื่นของ  
อิมพีแดนซแหลงจาย (Source Impedance) แทนดวย 0Z  จะสะดวกถาเรากําหนดการสเกล           
อิมพีแดนซตัวประกอบ 0γ  เปน 
 

 
0 0

0
0 0

Z g
g Y

γ
⎧

= ⎨
⎩        (2-65) 

 
เมื่อ 0 01Y Z=  คือ แอดมิตแตนซแหลงจาย (Source Admittance) ในหลกัการประยุกตการสเกล 
อิมพีแดนซกับโครงขายวงจรกรองไดเปน 
 

'
0L Lγ→  

'
0/C C γ→          (2-66) 

'
0R Rγ→  

'
0/G G γ→  

 
ถา g  เปนเทอมทั่วๆไป สําหรับองคประกอบวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบ เนื่องจาก g  จะไม
ขึ้นกับคาในการแปลงความถี่ นั่นคือ คาองคประกอบความตานทานก็ยังคงอยูสําหรับวงจรกรอง
ความถี่ชนิดตางๆ 
 

0R gγ=   สําหรับ g  แสดงในรูปความตานทาน 
0G g γ=          สําหรับ g  แสดงในรูปความนํา   (2-67) 

 
 2.5.1  การแปลงวงจรกรองผานต่ํา  
 การแปลงความถี่จากวงจรผานต่ําตนแบบไปยังวงจรกรองผานต่ําที่มีความถี่คัทออฟที่ cω  บน
แกน ω  สามารถแปลงได 

c

c

ω
ω

Ω ⎞⎛
Ω = ⎟⎜⎜ ⎟⎝ ⎠

       (2-68) 

 

      สําหรับ  0g  เปนคาความนํา 

      สําหรับ  0g  เปนคาความตานทาน 
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จากสมการที่ (2-68) จะสามารถสเกลอิมพีแดนซตางๆ ไดเปน 
  

0
c

c

L gγ
ω

Ω ⎞⎛
= ⎟⎜⎜ ⎟⎝ ⎠

 สําหรับ g  แสดงในรูปตัวเหนีย่วนาํ 

 

0
c

c

C g γ
ω

Ω ⎞⎛
= ⎟⎜⎜ ⎟⎝ ⎠

          สําหรับ g  แสดงในรูปตวัเก็บประจ ุ           (2-69) 

 
ซ่ึงภาพที่ 2-11 เปนโครงสรางองคประกอบการแปลงจากวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบไปยัง
วงจรกรองผานต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-11  การแปลงคาขององคประกอบพื้นฐานจากวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบไปเปน 

           วงจรกรองผานต่ํา 
 

2.5.2  การแปลงวงจรกรองผานสูง  
 สําหรับวงจรกรองผานสูงที่ความถี่คัทออฟ cω  บนแกน ω  การแปลงความถี่เปน 
    

c cω
ω
Ω

Ω = −       (2-70) 

   
ประยุกตการแปลงความถี่นี้ไปเปนองคประกอบจินตภาพ g  ในวงจรกรองผานต่ําตนแบบ ไดเปน 
 

c c
g

gj
j

ω
ω
Ω

Ω →      (2-71) 

g

g

0γ
ω

⎛ ⎞Ω
⎜ ⎟
⎝ ⎠

c

c

g

0ω γ
⎛ ⎞Ω
⎜ ⎟
⎝ ⎠

c

c

g
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จะเห็นไดวาคาองคประกอบความเหนี่ยวนาํ/ความเก็บประจ ุ (Inductive/Capactive) ในวงจรกรอง
ผานต่ําตนแบบจะตรงขามกบัการแปลงไปยังองคประกอบความเก็บประจุ/ความเหนี่ยวนํา ในวงจร 
กรองผานสูง การแปลงองคประกอบดวยการสเกลอิมพีแดนซ ถูกกําหนดเปน 
 

 
0

1 1

c c

C
gω γ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟Ω⎝ ⎠

  สําหรับ g  แสดงในรูปตวัเหนี่ยวนํา 

 
01

c c

L
g
γ

ω
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟Ω⎝ ⎠
     สําหรับ g  แสดงในรูปตัวเก็บประจ ุ    (2-72) 

 
การแปลงองคประกอบของการแปลงวงจรกรองผานสูงแสดงดังภาพที่ (2-12) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2-12  การแปลงคาขององคประกอบพื้นฐานจากวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบไปเปน 

           วงจรกรองผานสูง 
 

2.5.3  การแปลงวงจรกรองผานแถบ  
 สมมุติใหวงจรกรองผานต่ําตนแบบมีผลตอบสนองความถี่จากการแปลงเปน  วงจร         
กรองผานแถบในชวง 2 1ω ω−  เมื่อ 1ω  และ 2ω  คือชวงของความถี่แถบผานโดยสามารถเขียนเปน
สมการที่ใชในการแปลงได 

0

0FBW
ωω

ω ω
⎛ ⎞Ω

Ω = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (2-73 ก) 

โดยที ่
 

 

g

g L p

0

1 1
ω γ

⎛ ⎞
⎜ ⎟Ω⎝ ⎠c c g

01 γ
ω

⎛ ⎞
⎜ ⎟Ω⎝ ⎠c c g
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2 1

0

FBW ω ω
ω
−

=  

0 1 2ω ω ω=               (2-73 ข) 
 

 ซ่ึง  0ω  คือความถี่กลางเชิงมุมในหนวยของเรเดียน  และ  FBW  คืออัตราสวนของ        
แบนดวิดท (Fractional Bandwidth) ในการแปลงความถี่ขององคประกอบจินตภาพ g  ที่ไดจาก   
วงจรกรองผานต่ําตนแบบสามารถเขียนไดเปน 
 

0

0

1c c
g

g gj j
FBW j FBW

ωω
ω ω

Ω Ω
Ω → +     (2-73 ค) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2-13  การแปลงคาขององคประกอบพื้นฐานจากวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบไปเปน 

   วงจรกรองผานแถบ 
 
 ดังนั้นคาองคประกอบความเหนี่ยวนํา/ความจุ ในวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบสามารถ
แปลงเปนวงจรเรโซแนนซ LC  อนุกรม/ขนานในรูปแบบของวงจรกรองผานแถบ ซ่ึงคา
องคประกอบของเรโซเนเตอร LC  อนุกรมของวงจรกรองผานแถบสามารถหาไดจาก 
 

  0
0

c
sL g

FBW
γ

ω
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     สําหรับ g แสดงในรูปตวัเหนี่ยวนํา     (2-74 ก) 
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 ในทํานองเดียวกัน สามารถแปลงคาองคประกอบความเหนี่ยวนําความจุในวงจรกรอง       
ผานต่ําตนแบบใหอยูในรูปของเรโซเนเตอร LC  ขนานของวงจรกรองผานแถบไดเปน 
 

  
0 0
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FBWω γ
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= ⎜ ⎟Ω⎝ ⎠
       สําหรับ g  แสดงในรูปตัวเก็บประจ ุ    (2-74 ข)

      
 จากสมการ (2-73) จะสังเกตเห็นวา 0 01/( )s sL Cω ω=  และ 0 01/( )p pL Cω ω=  การแปลง
องคประกอบในกรณีนี้แสดงดังภาพที่ 2-13 

2.5.4  การแปลงวงจรกรองแถบหยดุ  
 การแปลงความถี่จากวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบไปเปนวงจรกรองแถบหยุดสามารถทํา
ไดจากสมการที่ (2-75 ก) 
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 เมื่อ 2 1ω ω−  คือ แบนดวิดท รูปแบบของการแปลงจะตรงขามกับการแปลงผานแถบ 
กลาวคือองคประกอบความเหนี่ยวนํา/ความเก็บประจุ g  ในวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบจะ
แปลงเปนวงจรเรโซแนนซ LC  ขนาน/อนุกรม องคประกอบสําหรับเรโซเนเตอรแปลงไปเปนแถบ
หยุด คือ  
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      สําหรับ g  แสดงในรูปตัวเหนี่ยวนํา     (2-76 ก) 
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   สําหรับ g  แสดงในรูปตวัเกบ็ประจ ุ     (2-76 ข) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-14  การแปลงคาขององคประกอบพื้นฐานจากวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบไปเปน 

    วงจรกรองแถบหยุด 
 
2.6  เรโซเนเตอรแบบอิมพีแดนซขั้น 
 เรโซเนเตอรแบบอิมพีแดนซแบบขั้น คือ เรโซเนเตอรที่มีคาอิมพีแดนซคุณลักษณะไมเทากัน
ทั้งเรโซเนเตอร โดยคาอิมพีแดนซคุณลักษณะจะมีคาต่ําเมื่อความกวางของสายนําสัญญาณมีขนาด
ใหญและมีคาอิมพีแดนซคุณลักษณะที่สูงเมื่อความกวางของสายนําสัญญาณมีขนาดเล็กลงตาม
คุณสมบัติของสายนําสัญญาณแบบไมโครสตริป พิจารณาลักษณะโครงสรางพื้นฐานของ               
สายนําสัญญาณแบบอิมพีแดนซขั้นแสดงในภาพที่ 2-15    เรโซเนเตอรแบบอิมพีแดนซขั้นจะมี
ลักษณะโครงสรางที่สมมาตรและมีคาอิมพีแดนซคุณลักษณะที่มีคาแตกตางกันสองคา คือ 1Z

และ 2Z หรือคาแอดมิตแตนซคุณลักษณะ (Admittance Characteristic) 1Y  และ 2Y  มีคาความยาว
ทางไฟฟา 1θ , 2θ  และ ความยาวรวม 21 θθθ +=T  
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Ζ1 Ζ2

θ1

θ2

 
 

ภาพที่ 2-15  โครงสรางของสายนําสัญญาณแบบอิมพแีดนซขั้น 
 
 วงจรกรองความถี่โดยใชเรโซเนเตอรแบบอิมพีแดนซขั้นบนโครงสรางสายนําสัญญาณแบบ
ไมโครสตริปจะเห็นวาเปนโครงสรางที่งายและสะดวกในการสราง การใชงานในระบบไมโครเวฟ
จึงไดมีการพัฒนาใชเรโซเนเตอรแบบอิมพีแดนซขั้นใหตรงตามความตองการของการใชงาน และมี
ขนาดเล็กลงจากของเรโซเนเตอรที่มีคาอิมพีแดนซสม่ําเสมอตลอดสาย โดยปรับคาอิมพีแดนซของ 
Z1 และ Z2 ใหไดอัตราสวนของอิมพีแดนซ โดยการหาคาอินพุตแอดมิตแตนซ (Input Admittance) 
ของสายนําสัญญาณไดจากสมการ 
 

2121

2211
1 tantan

tantan
θθ
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YY
YYjYYi −

+
=                      (2-77) 
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และอัตราสวนของอิมพีแดนซ (RZ)  คือ 

1

2

2

1

Z
Z

Y
YRZ ==  

 
ความสัมพันธระหวาง Tθ  และ 1θ  สามารถพิสูจนไดจากสมการที่ (2-78)  คือ 
 

( )1
1

1 tantan θθθ ZT R−+= −                       (2-78) 
 
เมื่อ RZ = 1 จะสอดคลองกับเงื่อนไขของเรโซเนเตอรที่มีคาอิมพีแดนซสม่ําเสมอตามสาย ขนาด
ความยาวของเรโซเนเตอร Tθ  จะมีคาต่ําสุดเมื่อ 0 < RZ < 1 และมีคาสูงสุดเมื่อ RZ > 1 จากเงื่อนไข
ดังกลาวความยาวของเรโซเนเตอรนั้นจะมีคามากหรือนอยข้ึนอยูกับอัตราของอิมพีแดนซ RZ 
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สําหรับการวิเคราะหสายนําสัญญาณที่มีคาอิมพีแดนซตางกันบนสายนําสัญญาณคัปเปลไลน
หรือสายนําสัญญาณที่มีลักษณะวางขนานกัน เมื่อทําการวิเคราะหแบบไมมีการสูญเสียและโดยการ
ประมาณการสงสัญญาณสูสายนําสัญญาณเรโซเนเตอรเปนแบบสมบรูณ ความถี่เรโซแนนทของวงจร
กรองจะเกิดขึน้ที่โมดคี่ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดจากแบบจําลองขายงานของเรโซเนเตอรแฮรพินเงื่อนไข
การเกิดเรโซแนนทของวงจรกรองความถี่ สามารถวิเคราะหไดจากภาพที่ 2-16  ซ่ึงแสดงโครงสราง
ของเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขัน้ และสามารถวิเคราะหออกมาเปนแบบจาํลองขายงานดัง
ภาพที ่2-17 โดยมีอิมพแีดนซคุณลักษณะของสตับปลายเปดตวัที ่1 เปนครึ่ง ของอิมพีแดนซโมดคี่
ของคัปเปลไลนและอิมพแีดนซคุณลักษณะของสตับปลายเปดตวัที ่2 เปนครึ่งของอิมพีแดนซโมดคู
ของคัปเปลไลน 

cc Z,θ  

    Coupled line 

                   ss Z,θ  

        Transmission line 
 

 
 
 

ภาพที ่2-16  โครงสรางของเรโซเนเตอรแบบอิมพีแดนซขั้น 
 
 

ss Z,θ  
 

 
                                           Open stub 2 

 
ภาพที ่2-17 โครงสรางแบบจําลองขายงานของเรโซเนเตอรแบบอิมพีแดนซขั้น 
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(ก)  

 
ภาพที ่2-18 โครงสรางแบบจําลองขายงานของคัปเปลไลน (ก) โมดคี่ (ข) โมดคู 

 
การวิเคราะหการทํางานที่โมดคี่สนามที่แพรกระจายออกจะไมเปนสัดสวนกัน โดยเปด

วงจรที่จุด A ซ่ึงขนาดของแรงดันทางดานเขาและออกจะเทากันแตจะมีขั้วตรงขามกันและมีคาเทา
ศูนย (Vo1 =Vo2 = 0) และคากระแสทางดานเขาและออกจะเทากัน (Io1 =Io2) แสดงดังภาพที่ 2-18 
(ก) พิจารณาวงจรโดยการใช เมทริกซ ABCD ในแตละสวนของการสงผานสัญญาณไดดังสมการ 
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ซ่ึงจะไดสมการสําหรับโมดคี่คือ 

o
s

cos

Z
Z

θ
θ

cot
2

tan =      (2-81) 

 
สวนการวิเคราะหการทํางานของโมดคูนั้นสนามที่แพรกระจายออกจะเปนสัดสวนกัน โดย

เปดวงจรที่จุด A ซ่ึงขนาดของแรงดันทางดานเขาและออกจะเทากัน (Ve1 =Ve2) และคากระแส
ทางดานเขาและออกจะเทากันมีคาเทากับศูนย (Ie1 =Ie2= 0) แสดงดังภาพที่ 2-18 (ข) พิจารณาวงจร
โดยการใช เมทริกซ ABCD ในแตละสวนของการสงผานสัญญาณไดดังสมการ 
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ซ่ึงจะไดสมการสําหรับโมดคูคือ 

e
s

ces

Z
Z

θ
θ

cot
2

cot =        (2-84) 

 
ความหมายของคาพารามิเตอรตามโครงสรางในภาพที่ 2-18 คือ 

sZ          คือ อิมพีแดนซคุณลักษณะของสายนําสัญญาณแบบไมโครสตริป 
sθ           คือ ขนาดความยาวทางไฟฟาของสายนําสัญญาณแบบไมโครสตริป 

ceco ZZ ,  คือ คาอิมพีแดนซคุณลักษณะโมดคี่ และโมดคูของสายนําสัญญาณคัปเปลไลน 
ceco θθ ,    คือ ขนาดความยาวทางไฟฟาโมดคี่ และโมดคูของสายนําสัญญาณคัปเปลไลน 

1ocZ        คือ คาอิมพีแดนซคณุลักษณะของสตบัปลายเปดตวัที่ 1 
2ocZ        คือ คาอิมพีแดนซคณุลักษณะของสตบัปลายเปดตวัที่ 2 

 



บทที่ 3 
การออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชไมโครสตริป 

โหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซข้ัน 
 

 สําหรับการออกแบบวงจรกรองผานแถบในงานวิจัยนี้จะแบงการออกแบบเปนสองสวน คือ 
สวนแรกจะเปนการออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชไมโครสติปโหลดเปนชวง
ดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น และในสวนของการออกแบบสวนที่สองเปนการ
ออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงไมโครสติปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบ
อิมพีแดนซขั้น ซ่ึงในบทนี้จะไดกลาวถึงขั้นตอนในการออกแบบโดยละเอียดดังนี้ 
 
3.1  ขั้นตอนการออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชไมโครสติปโหลดเปนชวงดวย                
เรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 3.1.1  เร่ิมตนการออกแบบตองทําการเลือกแผนวงจรพิมพไมโครเวฟเพื่อกําหนดพารามิเตอร
ในการออกแบบเรโซเนเตอร เนื่องจากคาของไดอิเล็กตริกสัมพัทธมีผลตอขนาดของวงจร หากทํา
การเลือกใชคาของไดอิเล็กตริกสัมพัทธที่มีคาสูงก็จะทําใหขนาดของวงจรกรองผานแถบของเรานั้น
มีขนาดที่เล็กลง ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชแผนวงจรพิมพไมโครเวฟของบริษัท กิลเทคโนโลยี         
รุน GML1000 มีคาไดอิเล็กตริคสัมพัทธ คือ 3.2  และคาความหนาของแผนรองมีคาเทากับ 30 มิล  
(1 มิล = 1/1000 นิ้ว) และคาของแทนเจนตการสูญเสียเทากับ 0.004  จากนั้นกําหนดคุณสมบัติของ
วงจรกรองโดยใหมีคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) นอยกวา -10 dB และคาความ
สูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) มากกวา -3 dB ที่ความถี่กลาง 2 GHz และแบนดวิดท 60 MHz 
 3.1.2  ขั้นตอนการออกแบบเรโซเนเตอร 
 การออกแบบเรโซเนเตอรแบบปลายเปดสําหรับวงจรกรองผานแถบโดยทั่วไปแลวความ
ยาวเรโซเนเตอรจะมีคาเทากับครึ่งความยาวคลื่นหรือ 2/gλ  โดยมีการพัฒนาใหมีขนาดที่เล็กลง
กวาเดิม ซ่ึงขนาดที่เล็กลงนี้เปนความตองการที่สําคัญของการวิจัย และพัฒนาวงจรในปจจุบัน จาก
ภาพที่ 3-1 (ก) เปนเรโซเนเตอรแบบเสนตรง (ข) เปนเรโซเนเตอรแฮรพิน (ค) เปนเรโซเนเตอรแฮร
พินแบบอิมพีแดนซขั้น และในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบ
ใหมเพื่อทําการลดขนาดจากแบบเดิมแสดงดังภาพที่ 3-1 (ง) 
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                               ก)                                    ข)                        ค)                          ง) 
 
ภาพที่ 3-1  โครงสรางของเรโซเนเตอร  ก) แบบเสนตรง  ข) เรโซเนเตอรแฮรพิน  ค) เรโซเนเตอร 

           แฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น  ง) เรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบใหม 
 
 ในการออกแบบตัวเรโซเนเตอรในงานวิจัยนี้เลือกใชเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น
แบบใหมบนโครงสรางระนาบไมโครสตริป ซ่ึงพัฒนาจากเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น
ที่เปนปลายเปดและปลายทั้งสองขางมีคาอิมพีแดนซที่เทากัน เรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซ
ขั้นแบบใหมนี้จะมีลักษณะปลายทั้งสองขางมีคาอิมพีแดนซที่ไมเทากันทําใหเรโซเนเตอรแบบใหม
นี้มีความยาวนอยกวาครึ่งความยาวคลื่นหรือทําใหมีขนาดเล็กลงกวาเดิม เนื่องจากผลของคาตัวเก็บ
ประจุหรือคัปเปลไลนที่เกิดจากการเชื่อมตอระหวางปลายสายของเรโซเนเตอร 
 

G

W1

L1

W2

L4

L2

Lc

L3
 

ภาพที่ 3-2  ขนาดของเรโซเนเตอรที่ใชในการออกแบบ 
 
 จากผลการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะไดขนาดของเรโซเนเตอรที่ใชในการ
ออกแบบและสรางดังภาพที่ 3-2 ซ่ึงมีขนาด G = 20 มิล W1 = 120 มิล W2 = 35 มิล Lc = 374 มิล  
L1 = 122.5 มิล L2 = 225 มิล L3 = 479 มิล L4 = 67.5 มิลจากโครงสรางและขนาดของเรโซเนเตอร
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แฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นที่ออกแบบจะประกอบไปดวยสองสวนคือ สวนของสายนําสัญญาณ
แบบไมโครสตริปมีความยาวรวม Ls = L1+L2+L3+L4 = 894 มิล และสวนของสายนําสัญญาณ
แบบคัปเปลไลนมีความยาว Lc = 374 มิล  เมื่อทําการคํานวณหาพารามิเตอรจากขนาดของ             
เรโซเนเตอรตามสมการจากบทที่ 2 จะไดคาดังตอไปนี้ 
สวนของสายนําสัญญาณแบบไมโครสตริป 
 คาอิมพีแดนซคุณลักษณะ (Zs)     74.01 โอหม 
 คาคงที่เฟส ( )sβ        0.095 เรเดียน/มิล 
 คาความยาวทางไฟฟา ( )sθ      1.482 เรเดียน 
 คาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผล ( )reε    2.43 
สวนของสายนําสัญญาณแบบคัปเปลไลน 
 คาอิมพีแดนซคุณลักษณะโมดคี่ (Zco)    41.25 โอหม 
 คาคงที่เฟส ( )coβ        0.00169 เรเดียน/มิล 
 คาความยาวทางไฟฟา ( )coθ      0.631 เรเดียน 
 คาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผล ( )reoε    2.286 
 และ คาอิมพีแดนซคุณลักษณะโมดคู (Zce)   60.84 โอหม 
 คาคงที่เฟส ( )ceβ        0.00169 เรเดียน/มิล 
 คาความยาวทางไฟฟา ( )ceθ      0.631 เรเดียน 
 คาคงที่ไดอิเล็กตริคสัมพัทธประสิทธิผล ( )reeε    2.74 
 ในสวนของการหาความยาวที่ตอบสนองตรงกับความถี่ที่ออกแบบไวนั้นเพื่อความถูกตอง
มากที่สุดงานวิจัยนี้ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร IE3D [14] ชวยในการจําลองหาผลตอบสนอง
ทางดานความถี่ โดยเริ่มตนจากการนําเรโซเนเตอรหนึ่งตัวที่ไดทําการออกแบบมากระตุนหา
ผลตอบสนองทางดานความถี่ที่ตองการ คือความถี่กลาง (ประมาณ 2 GHz) โดยมีรูปแบบการจัดวาง
พอรตแบบแบงชวงโหลด [7]  ซ่ึงจะมีลักษณะพอรตอินพุทและพอรตเอาตพุทเชื่อมถึงกันและมี
โหลดที่เปนตัวเรโซเนเตอรอยูตรงกลางเพื่อใหสัญญาณเขาไปผานโหลดไปออกยังพอรตเอาตพุท
แสดงดังภาพที่ 3-3   สําหรับผลการจําลองผลตอบสนองทางดานความถี่ของเรโซเนเตอรหนึ่งตัว
สามารถแสดงไดดังภาพที่ 3-4 โดยพิจารณาคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) เปนสําคัญ 
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ภาพที่ 3-3  รูปแบบของการจดัวางเรโซเนเตอรที่ใชในการหาผลตอบสนองความถี่ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-4  ผลตอบสนองความถี่ของเรโซเนเตอรหนึ่งตวัที่ใชในการออกแบบ 
 
 3.1.3  คุณสมบัติของเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นเพื่อควบคุมคาแบนดวดิท 
 สําหรับเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบใหมนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ดี คือสามารถ
ปรับคาของแบนดวิดทใหมีขนาดตามความตองการได ซ่ึงลักษณะของการวางตัวเรโซเนเตอรแฮร
พินแบบอิมพีแดนซขั้นที่ใชในการเชื่อมตอกับสายปอนสัญญาณแบบนี้จะมีอิมพีแดนซที่ปลายสาย
ของเรโซเนเตอรมีคามากหรือมีขนาดที่ปลายสายเล็กกวา  สําหรับการควบคุมคาแบนดวิดททําได
โดยการเลื่อนตําแหนงของสายปอนสัญญาณ (Feed Line) ที่เชื่อมตอกับตัวเรโซเนเตอร  ซ่ึงถา
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ตองการขนาดของแบนดวิดทที่กวางทําไดโดยการเลื่อนตําแหนงของสายปอนสัญญาณใหมี
ระยะหางจากจุด t มากขึ้น และในทางตรงขามถาตองการขนาดของแบนดวิดทที่แคบทําไดโดยการ
เล่ือนตําแหนงของสายปอนสัญญาณใหมีระยะหางจากจุด t นอยลง แสดงดังภาพทื่ 3-5 และ
ผลตอบสนองความถี่แสดงดังภาพที่ 3-6 โดยที่ลักษณะการปรับตําแหนงของสายปอนสัญญาณกับ
ตัวเรโซเนเตอรเพื่อควบคุมขนาดของแบนดวิดทแบบนี้จะไมมีผลกระทบตอความถี่กลางที่ไดทํา
การออกแบบไว 
 

t

d  
 

ภาพที่ 3-5  ลักษณะการเลื่อนสายปอนสัญญาณเพื่อใหไดขนาดของแบนดวดิทที่ตองการ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-6  ผลตอบสนองความถี่ในการเลือ่นสายปอนสัญญาณ 
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3.1.4 จําลองการสรางและการทํางานของวงจรกรองผานแถบโดยโปรแกรม IE3D 
ในงานวิจัยน้ีไดใชโปรแกรม IE3D ทําการจําลองการสรางและการทํางานของวงจร 

กรองผานแถบ หากตองการวงจรกรองผานแถบที่มีความคมในการลดทอนสัญญาณนอกแถบความถี่
ผานสูงขึ้นทําไดโดยการเพิ่มเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซข้ันเปนสี่ตัวและจะทําใหคุณสมบัติ
ของวงจรกรองผานแถบนี้ดีขึ้นดวย เมื่อทําการนําเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นทั้งสี่ตัวที่
แสดงขนาดไวแลวจากหัวขอ 3.1.2 มาวางลงบนโครงสรางที่เปนสายนําสัญญาณไมโครสตริปโหลด
เปนชวง และทําการปรับคาตําแหนงของโครงสรางใหไดคุณลักษณะของวงจรกรองผานแถบที่กําหนด
ไวใหดีที่สุด จะไดขนาดโครงสรางของสายนําสัญญาณไมโครสตริปโหลดเปนชวงดังภาพท่ี 3-7 
 

ภาพที ่3-7   ขนาดของโครงสรางสายนําสญัญาณไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอร 
                          แฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 

3.1.5 การสรางชิ้นงานจริง 
เมื่อไดขนาดโครงสรางทั้งหมดแลวทําการสรางชิ้นงานจริง โดยใชเครื่องเซาะลายวงจรพิมพ 

(LPKF PCB Milling) ที่มีความละเอียดสูงในการเซาะรองแผนวงจรพิมพโดยใชดอกสวานท่ีมีเสนผาน
ศูนยกลางเพียง 0.2 มิลลิเมตร ดังนั้นในการออกแบบวงจรควรพิจารณาจากระยะชองวาง (Gap) ที่เล็ก
ท่ีสุดของวงจรใหมีขนาดใหญกวาดอกสวานที่ใช และในที่น้ีระยะชองวางท่ีเล็กที่สุดของวงจรเปน 0.5 
มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อทําการเซาะรองแผนวงจรพิมพเสร็จแลวจะทําใหไดช้ินงานจริงแสดงดัง 
ภาพที่ 3-8 
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ภาพที่ 3-8  ช้ินงานจริงของวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชไมโครสตริปโหลดเปนชวง 
  ดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขัน้ 
 
3.2  ขั้นตอนการออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเน
เตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 ในสวนที่สองเปนการออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปน
ชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น เนื่องจากวงจรกรองผานแถบในแบบแรกนั้นมี
ผลตอบสนองความถี่เรโซแนนซที่สอง หรือความถี่ปลอม (Spurious Frequency Response) ที่ไม
ตองการใกลกับความถี่ที่ใชงาน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาที่จะกําจัดสัญญาณรบกวนดังกลาวจึงไดมีการ
ปรับปรุงชวงที่มีการสงผานสัญญาณโดยใชวงจรกรองความถี่ผานต่ํามาใชทําใหสามารถกําจัด
ความถี่ปลอมใหต่ําลงและไกลกวาเดิมไดดี  การออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุง         
ไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นนี้ในสวนของการออกแบบ
พารามิเตอรตางๆ ยังคงเหมือนกันกับการออกแบบวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใช         
ไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น คุณลักษณะของวงจรกรอง
ผานแถบที่ตองการโดยในการออกแบบนี้จะมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.2.1  เร่ิมตนการออกแบบตองทําการเลือกแผนวงจรพิมพไมโครเวฟเพื่อกําหนดพารามิเตอร
ในการออกแบบเรโซเนเตอร ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชแผนวงจรพิมพไมโครเวฟของบริษัท กิล
เทคโนโลยี รุน GML1000 มีคาไดอิเล็กตริคสัมพัทธ คือ 3.2  และคาความหนาของแผนรองมีคา
เทากับ 30 มิล  (1 มิล = 1/1000 นิ้ว) และคาของแทนเจนตการสูญเสียเทากับ 0.004  จากนั้นกําหนด
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คุณสมบัติของวงจรกรองโดยใหมีคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) นอยกวา -10 dB และ
คาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) มากกวา -3 dB ที่ความถี่กลาง 2 GHz และมีชวงของ
แบนดวิดท 60 MHz 
 3.2.2  ขั้นตอนการออกแบบเรโซเนเตอร 
 การออกแบบเรโซเนเตอรสําหรับวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปน
ชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น จากผลการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะได
ขนาดของเรโซเนเตอรที่ใชในการออกแบบและสรางเหมือนกับวงจรกรองผานแถบแบบแรก  
แสดงดังภาพที่ 3-2 ซ่ึงมีขนาด G = 20 มิล W1 = 120 มิล W2 = 35 มิล Lc = 374 มิล L1 = 122.5 มิล 
L2 = 225 มิล L3 = 479 มิล L4 = 67.5 มิล  จากโครงสรางและขนาดของเรโซเนเตอรแฮรพินแบบ
อิมพีแดนซขั้นที่ออกแบบจะประกอบไปดวยสองสวน  คือ  สวนของสายนําสัญญาณแบบ              
ไมโครสตริปมีความยาวรวม Ls = L1+L2+L3+L4 = 894 มิล และสวนของสายนําสัญญาณ
แบบคัปเปลไลนมีความยาว Lc = 374 มิล  ในสวนของพารามิเตอรของโมดคู และโมดคี่ของสายนํา
สัญญาณแบบคัปเปลไลนมีคาที่เหมือนกันหมือนกัน 
 3.2.3  คุณสมบัติของเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นเพื่อควบคุมความถี่ขางเคียง 
 สําหรับเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบใหมนี้มีคุณสมบัติที่ดีอีกอยาง คือ
สามารถเลื่อนสัญญาณความถี่ขางเคียงออกไปไดไกลจากความถี่ที่ใชงาน ซ่ึงลักษณะของการ
วางตัวเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นที่ใชในการเชื่อมตอกับสายปอนสัญญาณแบบนี้จะมี
อิมพีแดนซที่ปลายสายของเรโซเนเตอรมีคานอยหรือมีขนาดที่ปลายสายใหญกวา สําหรับการ
ควบคุมความถี่ขางเคียงทําไดโดยการเลื่อนตําแหนงของสายปอนสัญญาณ (Feed Line) ที่เชื่อมตอ
กับตัวเรโซเนเตอร  ซ่ึงถาตองการเลื่อนความถี่ขางเคียงออกไปใหไกลทําไดโดยการเลื่อนตําแหนง
ของสายปอนสัญญาณใหมีระยะหางจากจุด t มากขึ้น และในทางตรงขามถาตองการเลื่อนความถี่
ขางเคียงเขามาใกลทําไดโดยการเลื่อนตําแหนงของสายปอนสัญญาณใหมีระยะหางจากจุด t นอยลง 
แสดงดังภาพทื่ 3-9  และผลตอบสนองทางดานความถี่ของสายปอนสัญญาณที่มีระยะหางระหวาง
จุด t ที่มีคาตางกันแสดงดังภาพที่ 3-10  โดยที่ลักษณะการปรับตําแหนงของสายปอนสัญญาณกับ
ตัวเรโซเนเตอรเพื่อควบคุมความถี่ขางเคียงแบบนี้จะไมมีผลกระทบตอความถี่กลางที่ไดทําการ
ออกแบบไว 
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t

d  
 

ภาพที่ 3-9  ลักษณะการเลื่อนสายปอนสัญญาณเพื่อควบคุมความถี่ขางเคียงที่ตองการ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-10  ผลตอบสนองความถี่ในการเลื่อนสายปอนสัญญาณ 
 

 3.2.4  การออกแบบวงจรกรองความถี่ผานต่ํา 
 วงจรกรองความถี่ผานต่ํา (Lowpass Filter) คือวงจรที่ตองการใหความถี่ต่ําผานไปไดโดยตอง
กําหนดความถี่ต่ําที่ตองการ และถาหากมีความถี่สูงกวาคาความถี่ที่ตองการความถี่นั้นจะไมสามารถ
ผานวงจรออกไปได ดังนั้นจึงนําวงจรกรองความถี่ผานต่ํามาใชเพื่อกําจัดสัญญาณที่ไมตองการให
ต่ําลงหรือไมใหผานไปไดโดยออกแบบตรงชวงที่มีการสงผานสัญญาณ สําหรับการออกแบบวงจร
กรองความถี่ผานต่ํานั้นกําหนดพารามิเตอรดังตอไปนี้ 
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  ชวงความถี่ผานต่ําประมาณ       4 GHz 
  คาความสูญเสียของชวงความถี่ผานต่ําที่        -3 dB 
  คาสัมประสิทธิ์การสะทอน (LR)        -20 dB 
  ขนาดของการกระเพื่อม (LAR)              0.043 dB 
  ชนิดของวงจรกรองผานต่ํา      เชบีเชฟ 
  อันดับของวงจรผานต่ํา      5 
 
โดยคาองคประกอบความถี่ผานต่ําตนแบบของวงจรกรองความถี่แบบเชบีเชฟ คํานวณไดตาม
สมการที่ (2-60)   จะไดคาดังนี้ คือ g1 =  g5 =  0.971, g2 = g4 = 1.37, g3 = 1.8  จากนั้นทําการแปลงคา
องคประกอบพื้นฐานจากวงจรกรองความถี่ผานต่ําตนแบบไปยังวงจรกรองผานต่ําทําใหสามารถ
คํานวณไดคาของ L-C คือ L1 = L5 = 1.931 nH, C2 = 1.09 pF และ L3 = 3.58 nH ซ่ึงสามารถแสดง
ออกมาเปนวงจรสมมูลดังภาพที่ 3-11 

 
1.931 nH 3.58 nH 1.931 nH

1.09 pF 1.09 pF50 ohm 50 ohm

 
 

ภาพที่ 3-11  วงจรสมมูลของวงจรกรองความถี่ผานต่ํา 
 

จากนั้นนําคาที่ไดไปคํานวณหาขนาดของวงจรกรองความถี่ผานต่ํา  และใชโปรแกรม IE3D   ชวย
ในการปรับขนาดใหตรงตามความถี่ผานต่ําที่ตองการ  ซ่ึงขนาดของวงจรกรองผานต่ําที่ไดแสดงดัง
ภาพที่ 3-12  และภาพที่ 3-13 คือ ผลตอบสนองความถี่ของวงจรกรองความถี่ผานต่ํา 

 

 
 

ภาพที่ 3-12  ขนาดของวงจรกรองความถี่ผานต่ํา 
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ภาพที่ 3-13  ผลตอบสนองของวงจรกรองความถี่ผานต่ํา 
 

 3.2.5  จําลองการสรางและการทํางานของวงจรกรองผานแถบโดยโปรแกรม IE3D 
 ในงานวิจัยนี้ไดใชโปรแกรม IE3D ทําการจําลองการสรางและการทํางานของวงจรกรองผาน
แถบ หากตองการวงจรกรองผานแถบที่มีความคมในการลดทอนสัญญาณนอกแถบความถี่ผาน
สูงขึ้นทําไดโดยการเพิ่มเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นเปนสี่ตัวและจะทําใหคุณสมบตัขิอง
วงจรกรองผานแถบนี้ดีขึ้นดวย  เมื่อทําการนําเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นทั้งสี่ตัวที่
แสดงขนาดไวแลวจากหัวขอ 3.1.2  มาวางลงบนโครงสรางที่เปนสายนําสัญญาณไมโครสตริป
โหลดเปนชวง และทําการปรับคาตําแหนงของโครงสรางใหไดคุณลักษณะของวงจรกรองผานแถบ
ที่กําหนดไวใหดีที่สุด จะไดขนาดโครงสรางของสายนําสัญญาณไมโครสตริปโหลดเปนชวงดังภาพ
ที่ 3-14 
 

 
 

ภาพที่ 3-14  ขนาดของวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปนชวง 
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 3.2.6  การสรางชิ้นงานจริง 
 เมื่อไดขนาดโครงสรางทั้งหมดแลวทําการสรางชิ้นงานจริง โดยใชเครื่องเซาะลายวงจรพิมพ 
(LPKF PCB Milling) ที่มีความละเอียดสูงในการเซาะรองแผนวงจรพิมพ ซ่ึงเมื่อทําการเซาะรอง
แผนวงจรพิมพเสร็จแลวจะไดช้ินงานจริงแสดงดังภาพที่ 3-15 
 

 
 

ภาพที่ 3-15  ช้ินงานจริงของวงจรกรองผานแถบแบบปรบัปรุงไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวย 
     เรโซเนเตอรแฮรพินแบบอมิพีแดนซขั้น 



บทที่ 4 
การทดลองและผลการทดลอง 

 
 จากบทที่ผานมาเปนสวนของทฤษฎีและการออกแบบวงจรกรองผานแถบ ในบทนี้จะนําผลที่
ไดจากการออกแบบทําการจําลองดวยโปรแกรม IE3D เปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการวัดทดสอบ
ช้ินงานจริงที่สรางขึ้น การวัดทดสอบแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนผลการทดสอบวงจร
กรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบ
อิมพีแดนซขั้น และสวนที่สองเปนผลการทดสอบวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงไมโครสตริป
โหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น ซ่ึงอุปกรณที่ใชในการวัดทดสอบ
ช้ินงานจริงโดยใชเครื่องวิเคราะหขายงานไฟฟา (Network Analyzer) ของบริษัท Hewlett Packard 
รุน 8719ES 
 วิธีการวัดทดสอบวงจรกรองผานแถบทั้งสองแบบนั้นมีวิธีการวัดที่เหมือนกัน โดยกอนวัด
ทดสอบตองทําการปรับเทียบ (Calibrate) กับระดับอางอิงกอนเพื่อใหไดผลของการวัดที่ถูกตองและ
เที่ยงตรง ซ่ึงพารามิเตอรที่วัดทดสอบประกอบดวยสองคา คือ คาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก 
S21  และ คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ S11 โดยวิธีการวัดทดสอบดังแสดงในภาพที่ 4-1 
และ 4-2 

 
 

ภาพที่ 4-1  การตออุปกรณเพื่อใชในการวดัทดสอบวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดย 
     ใชไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพแีดนซขั้น 

Agilent
8719ES

r
Port 1 Port 2

Agilent
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Agilent
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 50

 
 

ภาพที่ 4-2  การตออุปกรณเพื่อใชในการวดัทดสอบวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุง 
         ไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพแีดนซขั้น 

 
4.1  การวัดทดสอบของวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวย           
เรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 คาพารามิเตอรการกระจัดกระจายที่ไดจากการวัดชิ้นงานจริงเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการ
จําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D ไดผลการทดสอบดังตอไปนี้ 
 4.1.1  แสดงผลการเปรียบเทียบคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) ที่ไดจากการวัด
ช้ินงานจริง และการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D ที่ความถี่ 1.3 GHz ถึง 2.7 GHz ดังแสดง
ในภาพที่ 4-3 
 4.1.2  แสดงผลการเปรียบเทียบคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวัด
ช้ินงานจริง และการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D ที่ความถี่ 1.3 GHz ถึง 2.7 GHz ดังแสดง
ในภาพที่ 4-4 
 4.1.3  แสดงผลการวัดคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) และคาความสูญเสียเนือ่งจาก
การใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวัดชิ้นงานจริง ที่ความถี่ 1 GHz ถึง 3 GHz ดังแสดงในภาพที่ 4-5 

 4.1.4  แสดงผลการเปรียบเทียบคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวัด
ช้ินงานจริงและการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D ที่ความถี่ 1 GHz ถึง 5 GHz ดังแสดงใน
ภาพที่ 4-6 
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ภาพที่ 4-3  ผลการเปรียบเทยีบความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) ที่ไดจากการวดัชิ้นงานจริง 
      และการจําลองการทํางาน 

 

 
 

ภาพที่ 4-4  ผลการเปรียบเทยีบความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวดัชิ้นงานจริง 
      และการจําลองการทํางาน 
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ภาพที่ 4-5  ผลการวัดความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) และความสูญเสียเนือ่งจาก 
      การใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวดัชิ้นงานจริง 

 

 
 

ภาพที่ 4-6  ผลการเปรียบเทยีบความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวดัชิ้นงานจริง 
         และการจําลองการทํางาน 
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4.2  การวัดทดสอบวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอร
แฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 คาพารามิเตอรการกระจัดกระจายที่ไดจากการวัดชิ้นงานจริงเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการ
จําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D ไดผลการทดสอบดังตอไปนี้ 
 4.2.1  แสดงผลการเปรียบเทียบคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) ที่ไดจากการวัด
ช้ินงานจริง และการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D ที่ความถี่ 1.3 GHz ถึง 2.7 GHz ดังแสดง
ในภาพที่ 4-7 
 4.2.2  แสดงผลการเปรียบเทียบคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวัด
ช้ินงานจริง และการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D ที่ความถี่ 1.3 GHz ถึง 2.7 GHz ดังแสดง
ในภาพที่ 4-8 
 4.2.3  แสดงผลการวัดคาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) และคาความสูญเสียเนือ่งจาก
การใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวัดชิ้นงานจริง ที่ความถี่ 1 GHz ถึง 9 GHz ดังแสดงในภาพที่ 4-9 

 4.2.4  แสดงผลการเปรียบเทียบคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวัด
ช้ินงานจริงและการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D ที่ความถี่ 1 GHz ถึง 9 GHz ดังแสดงใน
ภาพที่ 4-10 
 

 
 

ภาพที่ 4-7  ผลการเปรียบเทยีบความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) ที่ไดจากการวดัชิ้นงานจริง 
      และการจําลองการทํางาน 
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ภาพที่ 4-8  ผลการเปรียบเทยีบความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวดัชิ้นงานจริง 
      และการจําลองการทํางาน 

 

 
 

ภาพที่ 4-9  ผลการวัดความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) และความสูญเสียเนือ่งจาก 
      การใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวดัชิ้นงานจริง 
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ภาพที่ 4-10  ผลการเปรียบเทยีบความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) ที่ไดจากการวดัชิ้นงานจริง 
           และการจําลองการทํางาน 

 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 วิทยานิพนธนี้ไดทําการศึกษา   ออกแบบและสรางวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใช
ไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น และวงจรกรองผานแถบ
แบบปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น บน
โครงสรางสายนําสัญญาณไมโครสตริป  เนื่องจากวงจรกรองผานแถบในแบบแรกนั้นมี
ผลตอบสนองความถี่เรโซแนนซที่สอง หรือความถี่ปลอม (Spurious Frequency Response) ใกลกับ
ความถี่ที่ใชงาน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาที่จะกําจัดสัญญาณรบกวนดังกลาวจึงไดมีการปรับปรุงชวงที่มี
การสงผานสัญญาณโดยใชวงจรกรองความถี่ผานต่ํามาใชทําใหสามารถกําจัดความถี่ปลอมใหต่ําลง
และไกลกวาเดิมไดดี ในการสรางวงจรจะใชโปรแกรม IE3D ของบริษัท Zeland ทําการจําลองการ
ทํางานของวงจรกรองผานแถบกอน ซ่ึงคาพารามิเตอรที่ใชในการจําลองจะใชคาพารามิเตอรที่ได
ออกแบบไวแลวจากบทที่ 3 และคาพารามิเตอรของแผนไมโครสตริปของบริษัท GIL Technologies
เมื่อไดวงจรกรองผานแถบที่ตองการแลวจึงนําไปสรางเปนชิ้นงานจริง  หลังจากนั้นนํามาวัด
ทดสอบการทํางานเปรียบเทียบกับผลจากการจําลองดวยโปรแกรม  IE3D ของบริษัท Zeland 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ในงานวิจัยช้ินแรกซึ่งเปนวงจรกรองผานแถบแบบลดขนาดโดยใชไมโครสตริปโหลดเปน
ชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น เมื่อนําผลที่ไดจากการวัดทดสอบชิ้นงานจริงกับ
การจําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D มาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงจะเห็นไดวาผลที่ไดจากการจําลอง
การทํางานมีความใกลเคียงกันกับผลที่ไดจากการวัดทดสอบชิ้นงานจริง กลาวคือจากชิ้นงานจริงคา
ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21)  จะมีคาประมาณ -3.7 dB   คาความสูญเสียเนื่องจากการ
ยอนกลับ (S11) จะมีคาประมาณ -13 dB  และแบนดวิดทประมาณ 60 MHz โดยคาความถี่กลางจะอยู
ที่ประมาณ 2.05 GHz  โดยผลที่ไดจากการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม IE3D คาความสูญสีย
เนื่องจากการใสแทรก (S21) จะมีคาประมาณ -2.14 dB คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) 
ประมาณ -37 dB และแบนดวิดทประมาณ 60 MHz ที่ความถี่กลาง 2.03 GHz  สําหรับคูโพลการ
ลดทอนมีคาที่ใกลเคียงกันประมาณ 560 MHz และผลตอบสนองสัญญาณความถี่ปลอมมี
คาประมาณ -0.51 dB ที่ความถี่ 3.33 GHz 
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ในงานวิจัยช้ินที่สองเปนวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวย 
เรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น ซ่ึงผลที่ไดจากการทดสอบชิ้นงานจริงกับการจําลองการ
ทํางานดวยโปรแกรม IE3D ปรากฏวาไดผลที่สอดคลองกัน กลาวคือ ผลจากการวัดชิ้นงานจริงคา
ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21) จะมีคาประมาณ -3.4 dB  คาความสูญเสียเนื่องจากการ
ยอนกลับ (S11)  จะมีคาประมาณ -20 dB และแบนดวิดทประมาณ 62 MHz โดยคาความถี่กลางจะอยู
ที่ประมาณ 2.04 GHz  โดยผลที่ไดจากการจําลองการทํางานดวยโปรแกรมIE3D คาความสูญเสีย
เนื่องจากการใสแทรก (S21) จะมีคาประมาณ -2.03 dB คาความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) 
จะมีคาประมาณ -28 dB และแบนดวิดทประมาณ 61 MHz  คาความถี่กลางอยูที่ประมาณ 2.03 GHz 
สําหรับคูโพลการลดทอนมีคาที่ใกลเคียงกันประมาณ 589 MHz และสามารถกําจัดสัญญาณความถี่
ปลอมใหต่ําลงจากชิ้นงานแรกมีคาประมาณ -17 dB ที่ความถี่ 7.6 GHz 

ในสวนของการเปรียบเทียบระหวางวงจรกรองผานแถบโดยใชไมโครสตริปโหลดเปนชวง
ดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบใหมและวงจรกรองผานแถบโดยใชไมโครสตริป
โหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบเดิมนั้น เรโซเนเตอรแฮรพินแบบ
อิมพีแดนซขั้นแบบใหมนี้ มีขนาดเล็กกวาเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นแบบเดิมมี
คาประมาณ 15% มีแบนดวิดทและคูโพลการลดทอนที่แคบกวา 
 
5.2  ปญหาและขอเสนอแนะ 
 ในการออกแบบวงจรกรองผานแถบแบนดวิดทแคบ (Narrow Band) จะตองทําใหช้ินงานมี
ขนาดเล็ก ทําใหตองมีการพับเพื่อใหมีขนาดเล็ก  แตเมื่อทําการพับมากๆ จะทําใหการกัดชิ้นงานทํา
ไดยากและจะทําใหความถี่เล่ือนไปจากผลการจําลองการทํางาน  อีกอยางถาตองการใหวงจรกรองมี
ขนาดเล็กในการออกแบบตองใหคา rε   คาสูงๆ  ซ่ึงจะทําใหช้ินงานมีขนาดเล็กลงแตถาคา  rε   คา
สูงๆ จะทําใหแผนมีราคาคอนขางสูง ทําใหตนทุนสูงตามไปดวย 
 ในขั้นตอนการสรางชิ้นงานจะใชเครื่องเซาะลายวงจรพิมพ (LPKF PCB Milling) ใชดอก
สวานเซาะลายทองแดงชนิด Universal Cutter ที่มีเสนผานศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร ทําการกัดเซาะ
ทองแดงบนแผนวงจรพิมพใหมีลายวงจรตามที่ออกแบบ โดยการควบคุมความลึกของการกัด
ทองแดงตองปรับดวยมือทําใหความลึกการกัดเซาะไมสมบูรณ ควรที่จะดูการเซาะของสวานใหมี
ความลึกพอดีเพื่อช้ินงานจะไดไมเสียหายทําใหผลการวัดทดสอบสอดคลองกับผลที่ไดออกแบบ 
 สําหรับการเชื่อมตอระหวางสายนําสัญญาณกับขั้วตอแบบ SMA ก็ตองพิจารณาถึงการบัดกรี
ดวยความรอนที่ถูกควบคุมไมใหรอนเกินไป เพราะถาหากรอนเกินไปอาจทําใหแผนลายทองแดงที่
เปนสายนําสัญญาณเกิดการรอนออกจากชั้นสารซับเสตรทได อีกอยางหนึ่งที่ตองพิจารณาเนื่องจาก
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เครื่องวิเคราะโครงขายจะมีสายเชื่อมวัดสัญญาณที่มีลักษณะที่แข็งแรงและหยืดหยุน ทําใหตองยึด 
SMA กับชิ้นงานใหแนนหนา เพื่อใหเมื่อตอกับสายเชื่อมวัดสัญญาณแลวจะไมทําใหจุดเชื่อมตอ
ระหวาง SMA และชิ้นงานขาดจากกันได 
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาตอ  คือ  ในงานวิจัยนี้จะเห็นวาการกําจัดความถี่ปลอมยังกําจัดได
ไมดีพอ  ถาตองการจะกําจัดความถี่ปลอมใหไดมากกวานี้ก็สามารถทําไดโดยการนําวงจรกรองผาน
แถบหยุดซึ่งจะทําใหการกําจัดความถี่ปลอมไดมากขึ้น จากการที่ไดทําการศึกษามาพบวาผลจากการ
ใชวงจรกรองผานต่ํามาตอรวมจะทําใหวงจรกําจัดสัญญาณยังไมดีพอ  จึงขอแนะนําใหใชวงจร
กรองผานแถบหยุดแบบสตับวงจรเปด (Open-circuit Stubs) มาตอรวม  การออกแบบทําไดงายเพียง
แคนําสตับวงจรเปดมาตอเขากับสายปอนสัญญาณทั้งอินพุตและเอาตพุต  การออกแบบความถี่ของ
วงจรกรองผานแถบหยุดก็สามารถทําไดงายโดยการปรับความกวางและความยาวของสตับ ที่สําคัญ
ไมมีผลตอขนาดของวงจรกรองผานแถบดวย ภาพที่ 5-1 แสดงการนําวงจรกรองผานแถบหยุด
แบบสตับวงจรเปดมาตอรวมกับวงจรกรองผานแถบแบบปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปนชวง
ดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น และภาพที่ 5-2 แสดงผลการวัดความสูญเสียเนื่องจาก
การยอนกลับ (S11) และความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (S21)ที่ไดจากการจําลองการทํางาน จะ
เห็นไดวาเมื่อนําวงจรกรองผานแถบหยุดแบบสตับวงจรเปดมาตอรวมกับวงจรกรองผานแถบแบบ
ปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้นทําใหสามารถ
กําจัดความถี่ปลอมไดดีขึ้นกวาเดิม ซ่ึงมีคาประมาณ -30 dB ที่ความถี่ 7.6 GHz 

 

 
 
ภาพที่ 5-1  โครงสรางวงจรกรองผานแถบหยุดแบบสตับวงจรเปดมาตอรวมกับวงจรกรองผานแถบ 
 แบบปรับปรุงไมโครสตริปโหลดเปนชวงดวยเรโซเนเตอรแฮรพินแบบอิมพีแดนซขั้น 
 
 



 59

 

 
 

ภาพที่ 5-2  ผลการวัดความสูญเสียเนื่องจากการยอนกลับ (S11) และความสูญเสียเนือ่งจาก 
การใสแทรก (S21) ที่ไดจากการจําลองการทํางาน 
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พารามิเตอรวสัดุที่ใชในการกัดชิ้นงาน GML 1000 
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